wo 2016/124537 A1 [N 0000 O 0

(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG
(19) Weltorganisation fiir geistiges

Eigentum gl YO0 T O T O
/

Internationales Biiro
(10) Internationale Veroffentlichungsnummer

\

(43) Internationales

Veroffentlichungsdatum WIPO | PCT WO 2016/124537 Al
11. August 2016 (11.08.2016)
(51) Internationale Patentklassifikation: (72) Erfinder: TRUMMER-SAILER, Evelyn; Nachtweide 5,
HO1L 51/52 (2006.01) HO1L 27/32 (2006.01) 93098 Mintraching (DE). WEHLUS, Thomas; Auf den
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2016/052058 ?Voalllg\l;e;’l 6?39138130 SL?sgegsgﬁgfm(]?]];])E)leigléLEfvlvl:z
(22) Internationales Anmeldedatum: Hanns-Seidel-Weg 2, 93051 Regensburg (DE). BAISL,
1. Februar 2016 (01.02.2016) Richard; Winkelfeldweg 5, 93053 Regensburg (DE).
.. SCHICKTANZ, Simon; Theodor-Korer-Strafie 4, 93049
(25) Einreichungssprache: Deutsch Regensburg (DE). SCHWAMB, Philipp; Am Brixener
(26) Veriffentlichungssprache: Deutsch Hof 10, 93047 Regensburg (DE). FARRNBACHER,
. Jorg; Weinmannstr. 1 a, 93049 Regensburg (DE).
(30) Angaben zur Prioritit:
102015 101 463.7 (74) Anwalt: VIERING, JENTSCHURA & PARTNER
2. Februar 2015 (02.02.2015) DE MBB; Grillparzerstr. 14, 81675 Miinchen (DE).

(71) Anmelder: OSRAM OLED GMBH [DE/DE]; (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
Wernerwerkstralie 2, 93049 Regensburg (DE). Jede verfiigbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,
BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME,
MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,
OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,
ZW.

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]

(54) Title: ORGANIC LIGHT-EMITTING DIODE DEVICE AND METHOD FOR PRODUCING AN ORGANIC LIGHT-
EMITTING DIODE DEVICE

(54) Bezeichnung : ORGANISCHE LEUCHTDIODENVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER
ORGANISCHEN LEUCHTDIODENVORRICHTUNG

FIG.Z2a

240 204
- 260
4 - 210
1 o 1230
+- 201

250 207

(57) Abstract: The invention to an organic light-emitting diode device comprising a substrate (101, 201, 301, 401, 501, 601, 801,
901, 1001), on which a plurality of pixels are formed. The organic light-emitting diode device further comprises a separating
structure (210, 310, 410, 510, 610, 810), which is formed between the pixels and on the substrate (101, 201, 301, 401, 501, 601,
801, 901, 1001). The organic light-emitting diode device further comprises a reflective layer (220, 320), which is arranged on the
separating structure (210, 310, 410, 510, 610, 810). The reflectivity of the reflective layer (220, 320) is higher than the reflectivity of
the separating structure (210, 310, 410, 510, 610, 810). The organic light-emitting diode device further comprises an organic
functional layer structure (103) having at least one organic layer (203, 303, 403, 503, 603, 803, 903, 1003). The at least one organic
layer (203, 303, 403, 503, 603, 803, 903, 1003) extends across the entire reflective layer (220, 320).
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Die Aufgabe wird gemil einem Aspekt der Ertindung geldst durch eine organische Leuchtdiodenvorrichtung, die ein Substrat
(101, 201, 301, 401, 501, 601, 801, 901, 1001) aut dem ecine Mehrzahl von Pixel ausgebildet ist, autweist. Ferner weist die
organische Leuchtdiodenvorrichtung eine Trennstruktur (210, 310, 410, 510, 610, 810) auf, die zwischen den Pixeln und auf dem
Substrat (101, 201, 301, 401, 501, 601, 801, 901, 1001) ausgebildet ist. Ferner weist die organische Leuchtdiodenvorrichtung eine
Reflexionsschicht (220, 320) auf, die auf der Trennstruktur (210, 310, 410, 510, 610, 810) angeordnet ist. Die Reflektivitdt der
Reflexionsschicht (220, 320) ist héher als die Reflektivitit der Trennstruktur (210, 310, 410, 510, 610, 810). Die organische
Leuchtdiodenvorrichtung weist ferner eine organisch funktionelle Schichtenstruktur (103) mit wenigstens einer organischen
Schicht (203, 303, 403, 503, 603, 803, 903, 1003) auf. Die wenigstens eine organische Schicht (203, 303, 403, 503, 603, 803,
903, 1003) erstreckt sich iiber die gesamte Reflexionsschicht (220, 320).
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ORGANISCHE LEUCHTDIODENVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM
HERSTELLEN EINER ORGANISCHEN LEUCHTDICDENVORRICHTUNG

BESCHREIBUNG

Die Erfindung betrifft eine organische
Leuchtdiodenvorrichtung und ein Verfahren zum Herstellen

einer organischen Leuchtdiodenvorrichtung.

Eine organische Leuchtdiodenvorrichtung kann beispielsweise
ein, zwel oder mehr organische Leuchtdioden (OLEDs) oder

Teile oder Segmente von organischen Leuchtdioden sein.

Herkémmlicherweise erfolgt bei einem OLED-Display die
Separierung beziehungsweise Isoclation der Einzelpixel mittels
eines Photoresists oder eines Polyimids. In den Photoresist
eingekoppeltes Licht, kann zu einem Verlust an
Lichtintensitdt fuhren. Eine Abschatzung hat ergeben, dass
der Verlust an Lichtintensitdt ja nach Grdéflenverhdltnis der
Pixel und Hbhe des Photoresists oder des Polyimids variiert.
Bei einem Display kann der geschatzte Intensitdtsverlust im
zweistelligen Prozentbereich liegen, beispielsweise beil etwa
10%.

Die Aufgabe der Erfindung ist es, eine effiziente und einfach
herzustellende organische Leuchtdicdenvorrichtung

bereitzustellen,

Die Aufgabe wird gemafl einem Aspekt der Erfindung geldst
durch eine organische Leuchtdicdenvorrichtung, die ein
Substrat auf dem eine Mehrzahl von Pixel ausgebildet ist,
aufweist. Ferner weist die organische Leuchtdiodenvorrichtung
eine Trennstruktur auf, die zwischen den Pixeln und auf dem
Substrat ausgebildet ist. Ferner weist die organische
Leuchtdiodenvorrichtung eine Reflexionsschicht auf, die auf
der Trennstruktur angeordnet ist. Die Reflektivitat der
Reflexionsschicht ist héher als die Reflektivitat der
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Trennstruktur. Die organische Leuchtdiodenvorrichtung weist
ferner eine organisch funktionelle Schichtenstruktur mit
wenigstens einer organischen Schicht auf. Die wenigstens eine
organische Schicht erstreckt sich Uber die gesamte
Reflexionsschicht. Durch das Vorhandensein der
Reflexionsschicht auf der Trennstruktur kann ein Eindringen
von elektromagnetische Strahlung in die Trennstruktur
verringert werden. Somit werden Verluste an Lichtintensitit
verringert und es wird eine effiziente

Leuchtdiodenvorrichtung bereitgestellt.

GemdfR einer Weiterbildung weist die Reflexionsschicht ein

Metall auf oder ist aus einem Metall gebildet.

GemafR einer Weiterbildung weist die Trennstruktur ein

Polyimid auf oder ist aus einem Polyimid gebildet.

Die Aufgabe wird gemaf einem weiteren Aspekt der Erfindung
geldst durch eine organische Leuchtdiodenvorrichtung, die ein
Substrat aufweist, auf dem eine Mehrzahl von Pixel
ausgebildet ist. Ferner weist die organische
Leuchtdicdenvorrichtung eine Trennstruktur auf, die zwischen
den Pixeln und auf dem Substrat ausgebildet ist, wobei die
Trennstruktur ein Matrixmaterial aufweist. Ferner weist die
organische Leuchtdiodenvorrichtung einen Auskoppelstoff auf,
der in oder auf der Trennstruktur angeordnet ist. Der
Brechungsindex des Auskoppelstoffs ist hdher als der
Brechungsindex des Matrixmaterials. Durch das Vorhandensein
eines Auskoppelstoffs in der Trennstruktur, wobei der
Brechungsindex deg Augkoppelstoffs ist hdéher oder niedriger
als der Brechungsindex des Matrixmaterials, kann die
Auskopplung von elektromagnetische Strahlung aus der
Trennstruktur erhdht werden. Ferner kann durch das
Vorhandengein eines Auskoppelstoffs auf der Trennstruktur ein
Eindringen von elektromagnetische Strahlung in die
Trennstruktur verringert werden. Somit werden Verluste an
Lichtintensitdt verringert und es wird eine effiziente

Leuchtdiodenvorrichtung bereitgestellt.
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Gemafs einer Weiterbildung weist das Matrixmaterial ein

Polyimid auf oder ist ein Polyimid.

GemafR einer Weiterbildung weist der Auskoppelstoff

Streupartikel auf oder ist aus Streupartikeln gebildet.

GemdfR einer Weiterbildung weist jedes Pixel jeweils eine
erste Elektrode und eine zweite Elektrode auf.

GemafR einer Weiterbildung ist die zweite Elektrode wenigstens
teilweise Uber der Trennstruktur ausgebildet und eine
Isolierschicht ist zwischen der Trennstruktur und der zweiten
Elektrode ausgebildet ist.

GemafR einer Weilterbildung ist die Trennstruktur wenigstens

teilweise auf oder Uber der ersten Elektrode ausgebildet.

GemaR einer Weiterbildung erstreckt sich die zweite Elektrode
Uber die Mehrzahl von Pixel und Uber die Trennstruktur.
Dadurch kann die organische Leuchtdiodenvorrichtung auf
einfache Weise ausgebildet werden, da die zweite Elektrode

beispielsweise unstrukturiert ausgebildet werden kann.

Gemadf einer Weiterbildung ist auf der ersten Elektrode oder
auf der zweliten Elektrode wenigstens ein Leiterbahnelement
ausgebildet, wcbhel ein Iscolierelement auf dem
Leiterbahnelement und der ersten Elektrode oder der zweiten
Elektrode ausgebildet ist derart, dass das Isolierelement das

Leiterbahnelement vollstandig bedeckt.

Gemaf einer Weiterbildung ist eine weitere Reflexionsschicht
auf dem Isolierelement ausgebildet und die Reflektivitat der
weiteren Reflexionsschicht ist hoher als die Reflektivitat

deg TIgolierelements.

Gemadf einer Weiterbildung welst das Isolierelement ein
weiteres Matrixmaterial und einen weiteren Auskoppelstoff

auf, wobeil der weilitere Auskoppelstoff auf oder in dem
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Isolierelement angeordnet ist und, wocbeil der Brechungsindex
des weiteren Auskoppelstoffs hdher ist als der Brechungsindex

des weiteren Matrixmaterials.

Die Aufgabe wird gemdfl einem welteren Aspekt der Erfindung
geldst durch ein Verfahren zum Herstellen einer organischen
Leuchtdiodenvorrichtung. Das Verfahren weist ein Ausbilden
einer Mehrzahl von Pixel auf einem Substrat auf. Ferner weist
das Verfahren ein Ausbilden einer Trennstruktur zwischen den
Pixeln und auf dem Substrat auf. Ferner weist das Verfahren
ein Ausbilden einer Reflexionsgchicht auf der Trennstruktur
auf. Die Reflektivitat der Reflexionsschicht ist hdéher als
die Reflektivitidt der Trennstruktur. Die organische
Leuchtdiodenvorrichtung wird derart ausgebildet, dass die
organische Leuchtdiodenvorrichtung eine organisch
funktionelle Schichtenstruktur mit wenigstens einer
organischen Schicht aufweist. Die wenigstens eine organische
Schicht wird derart ausgebildet, dasgs gich die wenigstens
eine organische Schicht Uber die gesamte Reflexionsschicht
ergstreckt.

Gemals einer Weiterbildung wird die Reflexionsschicht aus
einem Metall gebildet oder die Reflexionsgschicht wird derart

gebildet wird, dass sie ein Metall aufweist.

GemafR einer Weilterbildung wird die Trennstruktur aus einem
Polyimid gebildet wird oder die Trennstruktur wird derart

ausgebildet, dass sie ein Polyimid aufweist.

Die Aufgabe wird gemdfl einem weiteren Aspekt der Erfindung
geldst durch ein Verfahren zum Herstellen einer organischen
Leuchtdiodenvorrichtung. Das Verfahren weist ein Ausbilden
einer Mehrzahl von Pixel auf einem Substrat auf. Ferner weist
das Verfahren ein Ausbilden einer Trennstruktur zwischen den
Pixeln und auf dem Substrat auf, wobei die Trennstruktur
derart ausgebildet wird, dass die Trennstruktur ein
Matrixmaterial aufweist. Das Verfahren weist ferner ein

Anordnen eines Auskoppelstoffs in oder auf der Tremnnstruktur
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auf. Der Brechungsindex des Auskoppelstoffs ist hdher als der

Brechungsindex des Matrixmaterials.

Gemdf einer Weiterbildung wird das Matrixmaterial aus einem
Polyimid gebilldet oder das Matrixmaterial wird derart

ausgebildet, dass es ein Polyimid aufweist.

Gemafl einer Weiterbildung wird der Auskoppelstoff aus
Streupartikeln gebildet oder der Auskoppelstoff wird derart
ausgebildet, dass er Streupartikel aufweist.

GemdfR einer Weiterbildung wird jedes Pixel derart
ausgebildet, dass jedes Pixel jeweils eine erste Elektrode

und eine zweite Elektrode aufweist.

Gemdf einer Weiterbildung wird die zweite Elektrode
wenigstens teilweise Uber der Trennstruktur ausgebildet und
eine Isolierschicht wird zwischen der Trennstruktur und der
zwelten Elektrode ausgebildet.

Gemdfz einer Weiterbildung wird die Trennstruktur wenigstens

teilweise auf oder Uber der ersten Elektrode ausgebildet.

GemdR einer Weiterbildung wird die zweite Elektrode iiber der

Mehrzahl von Pixeln und Uber der Trennstruktur ausgebildet.

GemdR einer Weiterbildung wird auf der ersten Elektrode oder
auf der zweiten Elektrode wenigstens ein Leiterbahnelement
ausgebildet, wobel ein Isolierelement auf dem
Leiterbahnelement und der ersten Elektrode oder der zweiten
Elektrode ausgebildet wird derart, dass das Isolierelement
das Leiterbahnelement vollstandig bedeckt.

Gemafr einer Weiterbildung wird eine weitere Reflexionsschicht
auf dem Isclierelement ausgebildet und die Reflektivitat der
weiteren Reflexionsschicht ist hdher als die Reflektivitat
des Isolierelements.
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GemdfR einer Welterbildung wird das Isolierelement derart
ausgebildet, dass das Isolierelement ein weilteres
Matrixmaterial und einen weiteren Auskoppelstoff aufweist,
wobel der weitere Auskoppelstoff auf oder in dem
Isolierelement angeordnet wird und, wobel der Brechungsindex
des weiteren Auskoppelstoffs hoéher ist als der Brechungsindex

des weiteren Matrixmateridls.

Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Querschnittsansicht einer
organischen Leuchtdiode;

Figur 2a eine schematische Querschnittsansicht eines
Ausfihrungsbeispiels einer organischen

Leuchtdiodenvorrichtung;

Figur 2b eine schematische Draufgicht eines
Ausfihrungsbeispiels einer organischen

Leuchtdiodenvorrichtung;

Figur 3 eine schematische Querschnittsansicht eines
Ausfihrungsbeispiels einer organischen

Leuchtdiocdenvorrichtung;

Figur 4 eine gchematische Querschnittsangicht eines
Augfihrunggbeispiels einer organischen
Leuchtdiodenvorrichtung;

Figur 5 eine schematische Querschnittsansicht eines
Ausfihrungsbeispiels einer organischen

Leuchtdiodenvorrichtung;

Figur 6 eine schematische Querschnittsansicht eines
Ausfihrungsbeisgpiels einer organischen

Leuchtdiodenvorrichtung;
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eine schematische Draufsicht eines
Ausfihrungsbeispiels einer organischen
Leuchtdiodenvorrichtung;

eine schematische Draufsicht eines
Ausfihrungsbeispiels einer organischen

Leuchtdiodenvorrichtung;

eine schematische Draufsicht eines
Ausfihrungsbeispiels einer organischen
Leuchtdiodenvorrichtung;

eine schematische Querschnittsansicht eines
Ausfihrungsbeispiels einer organischen

Leuchtdiodenvorrichtung;

eine schematische Querschnittsansicht eines
Ausfihrungsbeispiels einer organischen
Leuchtdiodenvorrichtung;

eine gchematische Querschnittsansicht eines
Ausfihrungsbeispiels einer organischen

Leuchtdiodenvorrichtung;

eine Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Herstellen

einer organischen Leuchtdiodenvorrichtung; und

eine Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Herstellen

einer organischen Leuchtdiodenvorrichtung.

In der folgenden ausflhrlichen Beschreibung wird auf die

beigefiigten Zeichnungen Bezug genommen, die Teil dieser

Beschreibung bilden und in denen zur Veranschaulichung

spezifische Ausfihrungsbeispiele gezeigt sind, in denen die

Erfindung ausgelbt werden kann. In dieser Hinsicht wird

Richtungsterminologie wie etwa ,oben“, ,unten®, ,vorne",

shinten®,

«vorderes"“, ,hinteres™, usw. mit Bezug auf die

Orientierung der beschriebenen Figur{en) verwendet. Da
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Komponenten von Ausfihrungsbeispielen in einer Anzahl
verschiedener Orientierungen positiocniert werden kdnnen,
dient die Richtungsterminologie zur Veranschaulichung und ist
auf keinerlei Weise einschrankend. Es versteht sich, dass
andere Ausfihrungsbeispiele benutzt und strukturelle oder
logische Anderungen vorgenommen werden kénnen, ohne von dem
Schutzumfang der vorliegenden Erfindung abzuweichen. Es
versteht sich, dass die Merkmale der hierin beschriebenen
verschiedenen Ausfihrungsbeispiele miteinander kombiniert
werden kénnen, sofern nicht spezifisch anders angegeben. Die
folgende ausfihrliche Beschreibung ist deshalb nicht in
einschrankendem Sinne aufzufassen, und der Schutzumfang der
vorliegenden Erfindung wird durch die angefligten Anspriiche

definiert,

In der folgenden ausflihrlichen Beschreibung wird auf die
beigefligten Zeichnungen Bezug genommen, die Teil dieser
Beschreibung bilden und in denen zur Veranschaulichung
spezifische Ausflhrungsbeispiele gezeigt sind, in denen die
Erfindung ausgelbt werden kann. Es versteht sich, dass andere
Ausfihrungsbeispiele benutzt und strukturelle oder logische
Anderungen vorgenommen werden kénnen, ohne von dem
Schutzumfang der vorliegenden Erfindung abzuweichen. Es
versteht sich, dass die Merkmale der hierin beschriebenen
verschiedenen Ausfluhrungsbeispiele miteinander kombiniert
werden kdnnen, sofern nicht spezifisch anders angegeben. Die
folgende ausfiithrliche Beschreibung ist deshalb nicht in
einschrankendem Sinne aufzufassen, und der Schutzumfang der
vorliegenden Erfindung wird durch die angeflgten Anspriiche

definiert.

Im Rahmen dieser Beschreibung werden die Begriffe
"verbunden", "angeschlossen" sowile "gekoppelt" verwendet zum
Beschreiben sowohl einer direkten als auch einer indirekten
Verbindung, eines direkten oder indirekten Anschlusses sowie
einer direkten oder indirekten Kopplung. In den Figuren
werden identische oder &hnliche Elemente mit identischen

Bezugszeichen versehen, soweit dies zweckmafRig ist.
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Eine organische Leuchtdiodenvorrichtung kann ein, zwei oder
mehr organische Leuchtdioden aufweisen. Optional kann eine
organische Leuchtdiodenvorrichtung auch ein, zwei oder mehr
elektronische Bauelemente aufweisen. Ein elektronisches
Bauelement kann beisplielsweise ein aktives und/oder ein
passives Bauelement aufweisen. Ein aktives elektronisches
Bauelement kann beispielsweise einen Treiberschaltkreis, eine
Energiequelle, eine Rechen-, Steuer- und/oder Regeleinheit
und/oder einen oder mehrere Transistoren aufweisen. Ein
passives elektronisches Bauelement kann beispielsweise einen
Kondensator, einen Widerstand, eine Diode oder eine Spule

aufweisen.

Eine Leuchtdiode kann eine elektromagnetische Strahlung
emittierende Halbleiter-Leuchtdiode, eine anorganische
Leuchtdiode und/oder eine organische Leuchtdiode sein. Eine
Leuchtdiode kann Teil einer integrierten Schaltung sein. Eine
Leuchtdiode kann beispielsweige Licht im sichtbaren Rereich,

UV-Licht und/oder Infrarot-Licht emittieren.

Unter dem Begriff ,transluzent™ bzw. ,transluzente Schicht™
kann in verschiedenen Ausflihrungsbeispielen verstanden
werden, dass eine Schicht oder ein Material fir Licht
durchlassig ist, beispielsweise flr das von der
elektromagnetischen Strahlungsquelle erzeugte Licht,
beispielsweise einer oder mehrerer WellenlAngenbereiche,
beispielsweise flr Licht in einem Wellenli&ngenbereich des
gichtbaren Lichts (beispielsweise zumindest in einem
Teilbereich des Wellenldngenbereichs von 380 nm bis 780 nm).
Beispielsweise ist unter dem Begriff ,transluzente Schicht™
in verschiedenen Ausflihrungsbeispielen zu verstehen, dass im
Wesentlichen die gesamte in eine Struktur (beispielsweise
eine Schicht) eingekoppelte Lichtmenge auch aus der Struktur
(beispielsweise Schicht) ausgekoppelt wird, wobei ein Teil
des Lichts hierbei gestreut werden kann.

Unter dem Begriff ,transparent" oder ,transparente Schicht®
kann in verschiedenen Ausfihrungsbeispielen verstanden
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werden, dass eine Schicht £ir Licht durchldssig ist
(beispielsweise zumindest in einem Teilbereich des
Wellenlangenbkereichs von 380 nm bis 780 nm), wobeli in eine
Struktur (beispielsweise eine Schicht) eingekoppeltes Licht
ohne Streuung oder Lichtkonversion auch aus der Struktur

(beispielsweise Schicht) ausgekoppelt wird.

Fig.1l zeigt ein Ausflhrungsbeispiel einer organischen
Leuchtdiode 100. Die organische Leuchtdiode 100 kann als ein
Fldchenbauelement, beispielsweise als eine
Flachenlichtguelle, ausgebildet sein. Die organische
Leuchtdiode 100 weist einen Trdger 101 auf. Der Trager 101
kann transluzent oder transparent ausgebildet sein. Der
Trager 101 dient als Tragerelement flr elektronische Elemente
oder Schichten, beispielsweise lichtemittierende Elemente.
Der Trager 101 kann beispielsweise Kunststoff, Metall, Glas,
Quarz und/oder ein Halbleitermaterial aufweisen oder daraus
gebildet sein. Ferner kann der Trager 101 eine
Kunststofffolie oder ein Laminat mit einer oder mit mehreren
Kunststofffolien aufweisen oder daraus gebildet sein. Der
Trager 101 kann mechanisch rigide oder mechanisch flexibel
ausgebildet sein. Der Trager 101 kann ferner auch als
Substrat 101 bezeichnet werden.

Auf dem Trager 101 ist eine optoelektronische
Schichtenstruktur ausgebildet. Die optoelektronische
Schichtenstruktur weist eine erste Elektrode 102 auf, wobei
die erste Elektrode 102 auf oder Uber dem Trager 101
ausgebildet ist. Die erste Elektrode 102 kann ferner auch als
erste Elektrodenschicht 102 bezeichnet werden. Zwischen dem
Trager 101 und der ersten Elektrodenschicht 102 kann eine
erste nicht dargestellte Barriereschicht, beispielsweise eine
erste Barrieredinnschicht, ausgebildet sein. Die erste
Barrieredinnschicht dient dazu, auf dem Tr&ger 101
ausgebildete Elemente vor schadlichen externen Einfllissen,

beispielsweise Sauerstoff und/oder Feuchtigkeit, zu schitzen.
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Die erste Elektrode 102 kann als Anode oder als Kathode
ausgebildet sein. Die erste Elektrode 102 kann transluzent
oder transparent ausgebildet sein. Die erste Elektrode 102
weist ein elektrisgch leitfdhiges Material auf, beispielsweise
Metall und/oder ein leitfdhiges transparentes Oxid
(trangparent conductive oxide, TCO) oder einen
Schichtenstapel mehrerer Schichten, die Metalle oder TCOs
aufweisen. Die erste Elektrode 102 kann beispielsweise einen
Schichtenstapel einer Kombination einer Schicht eines Metalls
auf einer Schicht eines TCOs aufweisen, oder umgekehrt. Ein
Beispiel ist eine Silberschicht, die auf einer Indium-Zinn-
Oxid-Schicht (ITO) aufgebracht ist (Ag auf ITO) oder ITO-Ag-
ITO Multischichten. Die erste Elektrode 102 kann alternativ
oder zusatzlich zu den genannten Materialien aufweisen:
Netzwerke aus metallischen Nanodrahten und -teilchen,
beispielsweise aus Ag, Netzwerke aus Kohlenstoff-Nanordhren,
Graphen-Teilchen und -Schichten und/oder Netzwerke aus

halbleitenden Nanodradhten.

Uber der ersten Elektrode 102 ist eine optisch funktionelle
Schichtenstruktur, beispielsweise eine organisch funktionelle
Schichtenstruktur 103, der optoelektronischen
Schichtenstruktur ausgebildet. Die organisch funktionelle
Schichtenstruktur 103 kann ferner auch als organische
funkticnelle Schichtenstruktur bezeichnet werden. Die
organisch funktionelle Schichtenstruktur 103 kann
beigpielsweise eine, zwel oder mehr Teilschichten aufweisen.
Beisgpielsweise kann die organisch funktionelle
Schichtenstruktur 103 eine Lochinjektionsschicht, eine
Lochtransportschicht, eine Emitterschicht, eine
Elektronentransportschicht und/oder eine
Elektroneninjektionsschicht aufweisen. Die
Lochinjektionsschicht dient zum Reduzieren der Bandlicke
zwischen erster Elektrode und Lochtransportschicht. Bei der
Lochtransportschicht ist die Lochleitfahigkeit gréfer als die
Elektronenleitfadhigkeit. Die Lochtransportschicht dient zum
Transportieren der Lo&cher. Bei der Elektronentransportschicht

ist die Elektronenleitféhigkeit grdéfier als die
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Lochleitfdhigkeit. Die Elektronentransportschicht dient zum
Transportieren der Lécher. Die Elektroneninjektionsschicht
dient zum Reduzieren der Bandlicke zwischen zweiter Elektrode
und Elektronentransportschicht. Ferner kann die organische
funktionelle Schichtenstruktur 103 ein, zwei oder mehr
funktionelle Schichtenstruktur-Einheiten, die jeweils die
genannten Teilschichten und/oder weitere Zwischenschichten
aufweisen. Die organische funktionelle Schichtenstruktur 103,
ferner auch als organisch funktionelle Schichtenstruktur 103,

kann transluzent oder transparent ausgebildet sein.

Uber der organischen funktionellen Schichtenstruktur 103 ist
eine zwelte Elektrode 104 der optoelektronischen
Schichtenstruktur ausgebildet. Die zweite Elektrode 104 kann
gemafs einer der Ausgestaltungen der ersten Elektrode 102
ausgebildet sein, wobei die erste Elektrode 102 und die
zweite Elektrode 104 gleich oder unterschiedlich ausgebildet
sein kénnen. Die erste Elektrode 102 dient beispielsweilse als
Anode oder Kathode der optoelektronischen Schichtenstruktur.
Die zweite Elektrode 104 dient korrespondierend zu der ersten
Elektrode als Kathode bzw. Anode der optoelektronischen
Schichtenstruktur.

Die optoelektronische Schichtenstruktur ist ein elektrisch
und/oder optisch aktiver Bereich. Der aktive Bereich ist
beispielsweise der Bereich des optoelektronischen Bauelements
100, in dem elektrischer Strom zum Betrieb des
optoelektronischen Bauelements 100 fliefst und/oder in dem
elektromagnetisgche Strahlung erzeugt oder absorbiert wird.
Auf oder Uber dem aktiven Bereich kann eine Getter-Struktur
{(nicht dargestellt) angecrdnet sein. Die CGetter-Schicht kann
transluzent, transparent oder opak ausgebildet sein. Die
Getter-Schicht kann ein Material aufweisen oder daraus
gebildet sein, das Stoffe, die schadlich fir den aktiven
Bereich sind, absorbiert und bindet. Der optisch aktive
Berelch 107 kann ferner auch als lichtemittierender Bereich

bezeichnet werden,.
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Uber der zweiten Elektrode 104 ist eine Verkapselungsschicht
105 der optoelektronische Schichtenstruktur ausgebildet, die
die optoelektronische Schichtenstruktur verkapselt. Die
Verkapselungsschicht 105 kann ferner auch als Verkapselung
105 bezeichnet werden. Die Verkapselungsschicht 105 kann als
zwelte Barriereschicht, beispielsweise als zweite
Barrieredlinnschicht, ausgebildet sein. Die
Verkapselungsschicht 105 kann auch als
Dinnschichtverkapselung 105 bezeichnet werden. Die
Verkapselungsschicht 105 bildet eine Barriere gegenlber
chemischen Verunreinigungen bzw. atmospharischen Stoffen,
insbesondere gegenitber Wasser (Feuchtigkeit) und Sauerstoff.
Die Verkapselungsschicht 105 kann als eine einzelne Schicht,
ein Schichtstapel oder eine Schichtstruktur ausgebildet sein.
Die Verkapselungsschicht 105 kann aufweisen oder daraus
gebildet sein: Aluminiumoxid, Zinkoxid, Zirkoniumoxid,
Titanoxid, Hafniumoxid, Tantaloxid Lanthaniumoxid,
Siliziumoxid, Siliziumnitrid, Siliziumoxinitrid,
Indiumzinnoxid, Indiumzinkoxid, Aluminium-dotiertes Zinkoxid,
sowie Mischungen und Legierungen derselben. Gegebenenfalls
kann die erste Barriereschicht auf dem Trager 101
korrespondierend zu einer Ausgestaltung der
Verkapselungsschicht 105 ausgebildet sein.

Uber der Verkapselungsschicht 105 ist eine Haftmittelschicht
(nicht dargestellt) ausgebildet. Die Haftmittelschicht weist
beispielsweise ein Haftmittel, beispielsweise einen
Klebstoff, beispielswelse einen Laminierklebstoff, einen Lack
und/cder ein Harz auf. Die Haftmittelschicht kann
beispielsweise Partikel aufweisen, die elektromagnetische

Strahlung streuen, beispielswelse lichtstreuende Partikel.

Uber der Haftmittelschicht ist ein Abdeckkdrper 106
ausgebildet. Die Haftmittelschicht dient zum Befestigen des
Abdeckkorpers 106 an der Verkapselungsschicht 105. Der
Abdeckkdrper 106 weist beispielsweige Kunststoff, Glas
und/oder Metall auf. Beispielsweise kann der Abdeckkorper 106

im Wesentlichen aus Glas gebildet sein und eine dinne
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Metallschicht, beispielsweise eine Metallfolie, und/oder eine
Graphitschicht, beispielsweise ein Graphitlaminat, auf dem
Glaskdrper aufweisen. Der Abdeckkdrper 106 dient zum Schiitzen
des herkdmmlichen optoelektronischen Bauelements 100,
beispielsweise vor mechanischen Krafteinwirkungen von auRen.
Ferner kann der Abdeckkoérper 106 zum Verteilen und/oder
Abfihren von Hitze dienen, die in dem herkdémmliichen
optoelektronischen Bauelement 100 erzeugt wird.
Beispielsweise kann das Glas des Abdeckkorpers 106 als Schutz
vor auBeren Einwirkungen dienen und die Metallschicht des
Abdeckkdrpers 106 kann zum Verteilen und/oder Abflhren der
beim Betrieb des herkémmlichen optoelektronischen Bauelements
100 entstehenden Warme dienen. GemdfR einem
Augfihrungsbeispiel ist der Abdeckkérper 106 wie der Triager
101 ausgebildet.

Fig.2a zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer
organischen Leuchtdiodenvorrichtung gemafR einem

Ausfihrungsbeispiel.

Eine organische Leuchtdiodenvorrichtung kann eine Mehrzahl
von organischen Leuchtdioden 100 aufweisen. Die organischen
Leuchtdioden kénnen gleich oder unterschiedlich voneinander
ausgebildet sein und sich ein gemeinsames Substrat teilen.
Die organischen Leuchtdioden 100 k&nnen beispielsweise in
Form einer Matrix nebeneinander ausgebildet sein. In Fig.2a
ist ein Ausflhrungsbeispiel einer organischen Leuchtdiode
dargestellt, die von einer Trennstruktur 210, wie gie weiter
unten ausfihrlich beschrieben ist, umgeben ist. Neben der
organischen Leuchtdiode und neben der Trennstruktur 210
kénnen noch weitere organische Leuchtdioden ausgebildet sein,
die zur Vereinfachung nicht dargestellt sind. Die organischen
Leuchtdioden 100 kénnen sich ferner auch wenigstens eine der
oben beschrieben Schichten teilen, beispielsweige indem sich
diese Schicht Uber die Trennstruktur 210 hin zu einer
benachbarten organischen Leuchtdiode 100 erstreckt.
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Die organigche Leuchtdiodenvorrichtung weist ein Substrat 201
auf, auf dem eine Mehrzahl von Pixel ausgebildet ist. Ferner
welst die organische Leuchtdiodenvorrichtung eine
Trennstruktur 210 auf, die zwischen den Pixeln und auf dem
Substrat 201 ausgebildet ist. Ferner weist die organische
Leuchtdiodenvorrichtung eine Reflexionsschicht 220 auf, die
auf der Tremnnstruktur 210 angeordnet ist. Die Reflektivitat
der Reflexionsschicht 220 ist héher als die Reflektivitat der
Trennstruktur 210. Die organische Leuchtdiodenvorrichtung
weist ferner eine organisch funktionelle Schichtenstruktur
mit wenigstens einer organischen Schicht 203 auf. Die
wenigstens eine organische Schicht 203 erstreckt sich Uber
die gesamte Reflexionsschicht 220. Durch das Vorhandensein
der Reflexionsschicht 220 auf der Trennstruktur 210 kann ein
Eindringen von elektromagnetischer Strahlung in die
Trennstruktur 210 verringert werden. Somit werden Verluste an
Lichtintensitat verringert und es wird eine effiziente
Leuchtdiocdenvorrichtung bereitgestellt.

Gemdfl einem Ausflihrungsbeispiel ist das Substrat 201 gemaf
einem oben beschriebenen Ausflihrungsbeispiel des Substrats
101 ausgebildet. GemdR einem Ausflhrungsbeispiel weist das
Substrat 201 eine Mehrzahl von Transistoren, beispielsweise
Dinnfilmtransistoren (engl. thin-film transistors TFTs), zum
Ansteuern der Mehrzahl der Pixel, auf. Gemdf einem
Ausfuhrungsbeispiel ist das Substrat 201 flachig ausgebildet
und weist eine Prozessierungsoberfldche auf, wobei auf der
Prozessierunggoberfldache die Trennstruktur 210 und die
Mehrzahl von Pixeln angeordnet sind. Im Fall, dass das
Substrat 201 DUinnfilmtransistoren aufweist, kann das Substrat
201 oder ein Bereich des Substrats 201 als TFT-Ebene
bezeichnet werden. Im Betrieb der organischen
Leuchtdiodenvorrichtung koénnen die Pixel mit einer nicht
dargestellten Treibereinheit so angesteuert werden, dass
mittels der organischen Leuchtdiodenvorrichtung ein, zwei
cder mehr Bilder, insbesondere eine Bildfolge, beispielsweise
ein Film, ein Video oder ein Videospiel optisch darstellbar
sind. Die Treibereinheit kann auf oder in dem Substrat 201
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ausgebildet sein., Die nicht dargestellte Treibereinheit weist
einen elektronigchen Schaltkreis auf. Die Treibereinheit
welst inskesondere eine nicht dargestellte
Betriebszeitsteuerung, eine Datentreibereinheit und eine
Gatetreibereinheit auf, mittels denen die Pixel abhangig von
darzustellenden Bilddaten angesteuert werden kdnnen. Zum
Ansteuern der Pixel verdndert die Treilbereinheit Soll-Werte
mindestens einer Ansteuergrdfe, mittels der die Pixel
angesteuert werden. Die Soll-Werte der Ansteuergroéfie hangen
von den Bilddaten ab. Die Bilddaten enthalten die
Bildinformation fir die darzustellenden Bilder und kdnnen
beispielsweise mittels einer internen oder externen
Recheneinheit eingeben werden. Abhangig von der Ansteuerung
der Pixel mittels der Treibereinheit und der entsprechenden
Bilddaten emittieren die lichtemittierenden Bauelemente Licht
in den unterschiedlichen Farben, weobei mittels Farbmischung

des erzeugten Lichts weitere Farben darstellbar sind.

Gemdl einem Ausfihrungsbeispiel ist ein Pixel aus der
Mehrzahl von Pixeln gemdfd einem oben beschriebenen
Ausfihrungsbeispiel der organischen Leuchtdiode 100
ausgebildet. Im Weiteren kann ein Pixel aus der Mehrzahl von
Pixeln auch als Einzelpixel oder einzelner Pixel bezeichnet
werden. Die Einzelpixel kdnnen gleich oder unterschiedlich
voneinander ausgebildet sein. Die Mehrzahl der Pixel kann als
eine Mehrzahl von nebeneinander ausgebildeten organischen
Leuchtdioden betrachtet werden.

Die Einzelpixel weilsen jewells eine erste Elektrode 202 und
eine zweite Elektrode 204 auf. Die erste Elektrode 202 ist
auf oder Uber dem Trager 201 angeordnet. Auf oder Uber der
ersten Elektrode ist die organisch funktiocnelle
Schichtenstruktur angeordnet. Auf oder Uber der organisch
funktionellen Schichtenstruktur ist die zweite Elektrode 204
angeordnet. Ein Einzelpixel kann in einer Draufsicht
beispielsweise ndherungsweise die Form eines Rechtecks, eines
Quadrats, eines Kreises oder einer anderen geeigneten Form

aufweisen. Zwel Einzelpixel, die nadherungsweise die Form
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eines Rechtecks aufweisen sind beigpielsweise in Fig.2b
dargestellt. Die erste Elektrode 202 ist gemadf einem weiter
oben beschriebenen Ausfihrungsbeispiel der ersten Elektrode
102 ausgebildet. Die zweite Elektrode 204 ist gemdf einem
weilter oben beschriebenen Ausfihrungsbeispiel der zweiten
Elektrode 104 ausgebildet.

Gema einem Ausfihrungsbeispiel ist die Trennstruktur 210
strukturiert auf oder lber dem Substrat 201 angeordnet. Die
Trennstruktur 210 weist eine Mehrzahl von Aussparungen 224
auf, wobei die Mehrzahl von Pixeln in der Mehrzahl von
Aussparungen 224 angeordnet ist. Die Trennstruktur 210 weist
eine Dicke d auf, beispielsweise in einem Bereich von etwa
0,2 pm bis etwa 20 pym, beispielsweise in einem Bereich von
etwa 1 um bils etwa 3 um, beispielsweise in einem Bereich wvon
etwa 1 um bis etwa 2 pm. Die Trennstruktur 210 weist eine
obere Fléche 240 auf, wobei die Flachennormale der cbheren
Fldache 240 parallel zu der Flachennormalen der
Prozessierungscberflache 230 steht. Ferner weist die
Trennstruktur eine untere Flache 250 auf. Die untere Flache
250 und die Prozessierungsoberfliche 230 kénnen miteinander
in direktem Kontakt stehen, wohingegen die obere Flache 240
eine dem Substrat 201 abgewandte Fldche der Trennstruktur 210
ist. Die obere Flache 240 und die untere Flache 250 sind
miteinander mittels einer Seitenfliche verbunden. Die
Seitenfldche weist eine Krimmung auf, beispielsweise wie sie
gchematisch in Fig.2a dargestellt ist. Die gekrimmte
Seitenfléche kann ferner auch alg Flanke oder Resistflanke
bezeichnet werden. Ein Einzelpixel kann, je nach Form des
Einzelpixels, von mehreren gekrimmten Seitenflichen umgeben

sein.

Gemafz einem Ausfihrungsbeispiel ist die Trennstruktur 210
wenigstens teilweise auf oder lUber der ersten Elektrode 202
ausgebildet.

Gemafy einem Ausfihrungsbeispiel weist die Trennstruktur 210

einen Photolack, ferner auch bezeichnet als Regist oder
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Photoresist, auf. Die Trennstruktur 210 welst ein Polyimid

auf oder ist aus einem Polyimid gebildet. Polyimide neigen im

Normalfall nicht dazu wahrend einem Herstellungsverfahren,
welches unter Anwendung eines Vakuums stattfindet,
auszugasen. Dadurch wird die Herstellung der organischen

Leuchtdiodenvorrichtung vereinfacht.

Die Trennstruktur 210 kann transparent oder transluzent
ausgebildet sein.

Gemaf einem Ausfihrungsbeispiel ist die Trennstruktur
wenigstens teilweise auf oder Uber der ersten Elektrode

ausgebildet.

GemdfR einer Weiterbildung weist die Reflexionsschicht ein
Metall auf oder ist aus einem Metall gebildet. Eine
Reflexionsschicht aus Metall kann eine besonders hohe
Reflektivitdt aufweisen, beispielsweise eine Reflektivitdt
von etwa 20 % bis etwa 99,8 %, beispielsweise von etwa 50 %

bis etwa 99 %, beilspielsweise von etwa 80 % bis etwa 95 %.

Die wenigstens eine organisch funktionelle Schicht 203 kann
ferner auch als Organikschicht 203 bezeichnet werden. GemaR
einem Ausfihrungsbeispiel ist die organisch funktionelle
Schichtenstruktur gemaR einem oben beschrieben
Ausfihrungsbeispiel der organisch funktionellen
Schichtenstruktur 103 ausgebildet. Zur Vereinfachung ist in
Fig.2a lediglich die wenigstens eine organisch funktionelle
Schicht 203 der organisch funktionellen Schichtenstruktur
dargestellt. Die wenigstens eine organisch funktionelle
Schicht 203 ist auf oder Uber der Trennstruktur 210 und in
den Pixelzwischenrdumen ausgebildet. Der Bereich, der
zwischen den Pixeln liegt, kann als Pixelzwischenraum

bezeichnet werden.

Die organisch funktionelle Schicht 203 ist in dem
Pixelbereich 224 und in dem Flankenbereich 223 angeordnet.

Die organisch funktionelle Schicht 203 ist in dem
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Flankenbereich 223 und lUber der Reflexionsschicht 220 derart
angeordnet, dass die Projektion der organisch funktionellen
Schicht 203 die Reflexionsschicht 220 Uberlappt.

Alternativ ist die organisch funktionelle Schicht 203 in dem
gesamten in dem Pixelbereich 224, in dem Flankenbereich 223
und in dem Trennstrukturbereich 222 angeordnet derart, dass
gich die organisch funktionelle Schicht 203 Uber die Mehrzahl

vorr Pixel und Uber die Trennstruktur 210 ergtreckt.

Die einzelnen Pixel kénnen derart ausgebildet sein, dass
einzelnen Pixel ndherungsweise eine elektromagnetische
Strahlung mit denselben Eigenschaften, beispielsweise Licht
mit derselben beziehungsweise mit naherungsweise derselben

Farbe, emittieren.

In einem anderen Ausflhrungsbeispiel sind die Pixel derart
ausgebildet, dass die eirnzelnen Pixel oder bestimmte Pixel-
Gruppen eine elektromagnetische Strahlung mit
unterschiedlichen Eigenschaften emittieren, beispielsweise
kénnen die Pixel oder Pixel-Gruppen Licht mit
unterschiedlichen Farben emittieren. In einem
Ausflihrungsbeispiel sind die Pixel derart ausgebildet, dass
eine erste Pixel-Untergruppe rotes Licht emittiert, eine
zwelte Pixel-Untergruppe grines Licht emittiert und eine
dritte Pixel-Untergruppe blaues Licht emittiert.
Beispielsweise kann die organische Leuchtdiodenvorrichtung
einen oder mehrere Farbfilter oder eine oder mehrere

Konversionsschicht{en) aufweisen.

GemdfR einem Ausfihrungsbeispiel ist die zweite Elektrode 204
wenigstens teilweise Uber der Trennstruktur 210 ausgebildet
und eine Isolierschicht 260 ist zwischen der Trennstruktur
210 und der zweiten Elektrode 204 ausgebildet. Mittels einer
Isolierschicht 260 kann auf einfache Weise ein Kurzschluss
zwischen der zweiten Elektrode 204 und einer

darunterliegenden Schicht verhindert werden.
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Bel einer leitfahigen Reflexionsschicht kann beispielsweise
eine Isclation mittels der Isolierschicht 260 erfolgen.
Alternativ kann die Reflexionsschicht 220 nur auf der Flanke
aufgebracht werden ohne Kontakt zur ersten Elektrode 202, die

beispielsweise als Anocde ausgebildet sein kann.

Die Isolierschicht 260 ist aus einem elektrisch isolierenden
Stoff gebildet. Die Isolierschicht 260 kann einen Photolack
aufweisen oder daraus gebildet sein. Die Isclierschicht 260
kann aus einem Polyimid gebildet oder die Isclierschicht 260
kann ein Polyimid aufwelisen.

Die Isolierschicht 260 kann transluzent oder transparent
ausgebildet sein.

Cemdfs einem Ausfihrungsbeispiel ist die zweite Elektrode 204
wenigstens teilweise Uber der Trennstruktur 210 ausgebildet
und eine Isolierschicht 260 ist zZwischen der Trennstruktur
210 und der zweiten Elektrode 204 ausgebildet ist.

Gem&fR einem Ausfihrungsbeispiel erstreckt sich die zweite
Elektrode 204 Uber die Mehrzahl von Pixel und Uber die
Trennstruktur 210. Dadurch kann die organische
Leuchtdicdenvorrichtung auf einfache Weise ausgebildet
werden, da die zweite Elektrode 204 grofiflachig in der

organischen Leuchtdiodenvorrichtung ausgebildet werden kann.

Gemdfk einem Ausflhrungsbeispiel ist die zweite Elektrode 204
in dem Trennstrukturbereich 222 ausgebildet derart, dass die
zweite Elektrode 204 den gesamten Trennstrukturbereich 222
bedeckt.

Gem&f einem Ausflhrungsbeispiel erstreckt sich die zweite
Elektrode Uber die Mehrzahl von Pixel und Uber die
Trennstruktur. Dadurch kann die organische
Leuchtdiodenvorrichtung auf einfache Weise ausgebildet
werden, da die zweite Elektrode beisgpielsweise unstrukturiert

ausgebildet werden kann.
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Fig.2a zeigt exemplarisch einen Querschnitt eines einzelnen
Pixels zusammen mit der das Pixel umgebenden Trennstruktur
210. Auf dem Substrat 201 ist die erste Elektrode 201
ausgebildet. Auf der ersten Elektrode 201 ist die
Trennstruktur 210 ausgebildet. Die Trennstruktur 210 ist
wenigstens teilweise auf der ersten Elektrode 202
ausgebildet. Die Trennstruktur 210 ist beispielsweise auf
einem Randbereich der ersten Elektrode 202 ausgebildet. Die
erste Elektrode 202 weist einen Bereich auf, der frei ist von
der Trennstruktur 210. Auf der Trennstruktur 210 und im
Bereich der gekrimmten Seitenfldche der Trennstruktur 210 ist
die Reflexionsschicht 220 ausgebildet. Die Reflexionsschicht
220 kann im Weiteren auch Auskoppelschicht bezeichnet werden.
Die Auskoppelschicht 220 bedeckt die gekrimmten
Seitenflichen. CGemdf dem Ausfihrungsbeispiel, welches in
Fig.2a dargestellt ist, steht die Auskoppelschicht 220 in
direktem Kontakt mit der ersten Elektrode 202. Ferner weist
die Auskoppelgchicht 220 eine ahnliche Krimmung wie die
gekrimmte Seitenfldche auf. Auf der Auskoppelschicht 220 ist
die Igolierschicht 260 angeordnet. Die Igoliergchicht 260
kann die Auskoppelschicht 220 vollstandig bedecken. Die
Isolierschicht 260 isoliert die Auskoppelschicht 220 von der
wenigstens einen organisch funktionellen Schicht 203. Gemai
einem AusflUhrungsbeispiel ist die Iscolierschicht 260 in dem
gesamten Pixelbereich 224, der weiter unten ausfihrlich
beschrieben ist, angeordnet. Auf der ersten Elektrode 202 ist
die organisch funktionelle Schichtenstruktur 203 ausgebildet.
Auf der wenigstens einen organisch funktionellen Schicht 203
ist die zweite Elektrode 204 ausgebildet.

Wie in Fig.2a gezeigt, welsen die Auskoppelschicht 220, die
Isolierschicht 260, die organische funktionelle
Schichtenstruktur 203 sowie die zweite Elektrode 204 eine

dhnliche Krimmung wie die gekrlimmte Seitenflache auf.

Durch das Vorhandensein der Reflexionsschicht 220 auf der
Trennstruktur 210 kann ein Eindringen von elektromagnetische
Strahlung in die Trennstruktur 210, die im Weiteren auch als
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Resistschicht 210 bezeichnet werden kann, verringert werden.
Somit werden Verluste an Lichtintensitdt verringert und es
wird eine besonders effiziente Leuchtdiodenvorrichtung
bereitgestellt. Es kann ferner eine hdhere Effizienz ochne
welitreichende Verdnderungen im Chipdesign oder im Design der
OLED ermbglicht werden. Es koénnen ferner auch hdbhere

Lebensdauern erreicht werden.

Fig.2b zeligt eine schematische Darstellung einer Draufsicht
eines Ausflhrungsbeispiels einer organischen

Leuchtdiodenvorrichtung.

Gemafs einem Ausflihrungsbeispiel weist die organische
Leuchtdiodenvorrichtung einen Randbereich 221 auf, der frei

ist von Pixeln und frei ist von der Trennstruktur 210,

Gemafs einem Ausfihrungsbeispiel weist die organische
Leuchtdiodenvorrichtung einen Trennstrukturbereich 222 auf.

Der Trennstrukturbereich 222 weist die Trennstruktur 210 auf.

Wie oben ausfihrlich beschrieben weist die Trennstruktur 210
gekrimmte Seitenfldchen auf. Die gekrlUmmten Seitenfléchen
kénnen insbesondere an den Randern der Trennstruktur 210
angeordnet sein, beispielsweise an jenen Randern der
Trenngtruktur 210, die den Pixeln zugewandt sind. Der in
Fig.2b dargestellte Flankenbereich 223 weist gekrimmte
Seitenfldchen auf. Die Trennstruktur 210 kann auch an ihren
dem Randbereich zugewandten Randern gekrummte Seitenflichen
aufweisen, welche der Einfachheit halber nicht dargestellt

gind.

Die Trennstruktur 210 weist Aussparungen 224 auf, in welchen
die Pixel ausgebildet sind. Der Bereich der Aussparungen 224

kann ferner auch als Pixelbereich 224 bezeichnet werden.

Fig.3 zeigt ein Ausfihrungsbeispiel einer organischen
Leuchtdiodenvorrichtung, das beispielsweise weitgehend dem in
Fig.2 gezeigten Ausfihrungsbeispiel entsprechen kann.
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Auf einem Substrat 301, welches gemd&ff einem welter oben
begchrieben Ausgfihrungsbeispiel des Substrats 101, 201
ausgebildet ist, ist eine erste Elektrode 302 ausgebildet.
Die erste Elektrode 302 ist gemafs einem weiter oben
beschrieben Ausfilhrungsbeispiel der ersten Elektrode 102, 202
ausgebildet. Wenigstens teilweise auf der ersten Elektrode
302 ist eine Trennstruktur 310 ausgebildet. Die Trennstruktur
310 ist beispielsweise auf einem Randbereich der ersten
Elektrode 302 ausgebildet. Die erste Elektrode 302 weist
einen Bereich auf, der frei ist von der Trennstruktur 310.
Auf der Trennstruktur 310 und im Bereich der gekrimmten
Seitenflache der Trennstruktur 310 ist die Reflexionsschicht
320 ausgebildet. Die Reflexionsschicht 320 bedeckt die
gekrtimmte Seitenfldche und ist auf der Trennstruktur 310
ausgebildet. Die Reflexionsschicht 320 ist lediglich auf der
Trennstruktur 310 ausgebildet. Eine organisch funktionelle
Schicht 303, die gemaR einem Ausflhrungsbeispiel der
wenigstens einen organisch funktionellen Schicht 303
ausgebildet ist, ist Uber der ersten Elektrode 302, Ubexr der
Reflexionsschicht 320 und iber der Trennstruktur 310
angeordnet. In dem Bereich der ersten Elektrode 302, der frei
ist von der Trennstruktur 310, ist die organisch funktionelle
Schicht 303 auf der ersten Elektrode 302 ausgebildet. In
Bereichen des Substrats 301, welche die Trennstruktur 310
aufweisgen igt die organisch funktionelle Schicht 303
wenigstens teilweise auf der Trennstruktur 310 ausgebildet.
In den Bereich der gekrlimmten Seitenwande der Trennstruktur
310 ist die organigch funktionelle Schicht 303 Uberwiegend
auf der Auskoppelschicht ausgebildet. Auf oder Uber der
wenigstens einen organisch funktionellen Schicht 303 ist die
zwelte Elektrode 304 ausgebildet., Die zwelite Elektrode 304
igt in dem Bereich der ersten Elektrode 302, der frei ist von
der Trennstruktur 310 ausgebildet. Gemafl einem
Ausfihrungsbeispiel und wie in Fig.3 und Fig.2a dargestellt,
kann die zweite Elektrode 304 auch wenigstens teilweise in
einem Bereich des Substrats 301, der die Trennstruktur 310

aufweist, ausgebildet sein.
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Fig.4 zeigt ein Ausfihrungsbeispiel einer organischen
Leuchtdiodenvorrichtung, das beispielsweise weitgehend dem in
Fig.3 gezeigten Ausfihrungsbeispiel entsprechen kann.

Auf einem Substrat 401, welches gemafl einem weiter oben
beschrieben Ausflihrungsbeispiel des Substrats 101, 201, 301
ausgebildet ist, ist eine Trennstruktur 410 ausgebildet. Die
Trennstruktur 410 kann weitestgehend gemafs einem oben
beschrieben Ausflihrungsbeispiel der Trennstruktur ausgebildet
sein. Die erste Elektrode 402 ist auf dem Substrat 401 und in
dem Pixelbereich 224 ausgebildet. Die erste Elektrode 402 ist
in dem Flankenbereich 223 ausgebildet. Die erste Elektrode
402 ist gemdfR einem Ausflihrungsbeispiel der Reflexionsschicht
220 ausgebildet. Die erste Elektrode 402 weist ein Metall auf
oder ist aus einem Metall ausgebildet.

Wie in Fig.4 dargestellt kann die erste Elektrode 402 auch
wenigstens teilweise in dem Trennstrukturbereich 222
ausgebildet sein.

Die wenigstens eine organisch funktionelle Schicht 403 ist
auf der ersten Elektrode 402 und in dem Pixelbereich 224
ausgebildet. Die organisch funktionelle Schicht 403 ist in
dem Flankenbereich 223 und itber der ersten Elektrode 402
derart angeordnet, dass die Projektion der organisch
funktionellen Schicht 403 die erste Elektrode 402 iberlappt.
Die wenigstens eine organisch funktionelle Schicht 403 ist
ferner in dem Flankenbereich 223 ausgebildet. GemaR einem
Ausfihrungsbeispiel bedeckt die wenigstens eine organisch
funktionelle Schicht 403 naherungsweise den gesamten
Trennstrukturbereich 222. Die zweite Elektrode 404 ist auf
oder Uber der wenigstens einen organisch funktionellen
Schicht 403 und in dem Pixelbereich 224 ausgebildet. Gemafs
einem Ausflhrungsbeispiel ist die zweite Elektrode 404 ferner
in dem Flankenbereich 223 ausgebildet. Gemdfi einem
ausfliihrungsbeispiel bedeckt die wenigstens eine organisch
funktionelle Schicht 403 ndherungsweise den gesamten
Trennstrukturbereich 222.
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GemdfZ einem Ausflihrungsbeisgpiel wird die Ancde nach dem
Ausbilden der Trennstruktur 410, wobei das Ausbilden der
Trennstruktur im Welteren auch als PI-Prozess bezeichnet
werden kann, abgeschieden, um an der Flanke als
Reflexionsschicht zu dienen. Die Isolation zur Kathode
erfolgt entweder Uber mindestens eine ausgebildete
Organikschicht 403, oder Uber die Isolationsschicht 260.

Alternativ kann die erste Elektrode 402 in dem Pixelbereich
224 und ndherungsweise in dem gesamten Trennstrukturbereich
222 ausgebildet sein. In diesem Fall kann der
Trennstrukturbereich 222 einen Bereich aufweisen, der frei

ist von der zweiten Elektrode 404.

Fig.5 zeigt ein Rusfihrungsbeispiel einer organischen
Leuchtdiodenvorrichtung, das beispielsweise weitgehend dem in
Fig.4 gezeigten Ausfihrungsbeispiel entsprechen kann.

Die in Fig.5 dargestellte Leuchtdiodenvorrichtung weist ein
Substrat 501, eine erste Elektrode 502, wenigstens eine
organisch funktionelle Schicht 503, eine zweite Elektrode 504
und eine Trennstruktur 510 auf. Das Substrat 501 ist gemdf
einem weiter oben beschrieben Ausfihrungsbeispiel des
Substrats 101, 201, 301, 401 ausgebildet. Die erste Elektrode
502 igt gemaf einem welter coben beschrieben
Ausflihrungsbeispiel der ersten Elektrode 402 ausgebildet. Die
wenigstens eine funktionelle Schicht 503 ist gemaf einem
welter oben beschrieben Ausfihrungsbeispiel der wenigstens
einen funktionellen Schicht 203, 303, 403 ausgebildet. Die
Trennstruktur 510 ist gemaR einem weiter oben beschrieben
Ausfihrungsbeispiel der Trennstruktur 210, 310, 410
ausgebildet. Die erste Elektrode 502 und die zweite Elektrode
504 sind jewells wenigstens teilweise in dem

Trennstrukturbereich 222 ausgebildet.

Im Unterschied zu dem in Fig.4 gezeigten Ausflhrungsbeispiel
weist die organische Leuchtdiodenvorrichtung der Fig.5 eine

Isolierschicht 560 auf. Die Isoclierschicht 560 kann gemafs
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einem weiter cben ausfihrlich beschriebenen
Ausfihrungsbeispiel der Isolierschicht 260 ausgebildet sein.
Gemafl einem Ausfiihrungsbeispiel ist die Isolierschicht 560
aus einem Polyimid gebildet. Die Isolierschicht 560 kann
zwischen der ersten Elektrode 502 und der zweiten Elektrode
504 ausgebildet sein. Die Isolierschicht 560 kann auf der
wenigstens einen organisch funktionellen Schicht 503
ausgebildet sein. Gemdf einem Ausflihrungsbeispiel ist die
Isolierschicht 560 auf der ersten Elektrode 502 ausgebildet.
Gemdf einem Ausflhrungsbeispiel ist die Isolierschicht 560

transluzent oder transparent ausgebildet.

Die Isolierschicht 560 dient dazu die erste Elektrode 502 von
der zweiten Elektrode 504 in dem Trennstrukturbereich 222
elektrisch zu isolieren. Die wenigstens eine organisch
funktionelle Schicht 503 kann so dinn ausgebildet sein, dass
es zu einem elektrischen Kurzschluss zwischen der ersten
Elektrode 502 und der zweiten Elektrode 504 kommen kann.

Fig.9 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel einer organischen

Leuchtdiodenvorrichtung.

Fig.9 zeigt ein Substrat 901, welches gemdf einem weiter oben
beschrieben Ausflhrungsbeispiel des Substrats 101, 201, 301,
401, 501, 601, 801 ausgebildet ist. Auf dem Substrat 901 ist
eine erste Elektrode 902 ausgebildet. Die erste Elektrode 902
ist gemaR einem weiter oben ausfihrlich beschriebenen
Ausfihrungsbeispiel der ersten Elektrode 202, 302, 402, 502,
602, 802 ausgebildet.

Auf der ersten Elektrode 902 ist wenigstens ein
Leiterbahnelement 926 ausgebildet. Das wenigstens eine
Lelterbahnelement 926 kann im Weiteren auch als Busbar 926
oder als elektrische Sammelschiene 926 bezeichnet werden,
Ferner konnen auf der ersten Elektrode 902 auch mehrere
Leiterbahnelemente ausgebilildet sein. Das wenigstens eine
Leiterbahnelement 926 kann zu einer Verbesgerung der

lateralen Stromverteilung der ersten Elektrode 502 dienen.
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Das wenigstens eine Leiterbahnelement 926 ist aus einem
elektrisch leitfahigen Stoff gebildet oder weigt einen
golchen auf. Gemafl einem Ausflihrungsbeispiel ist das
wenigstens eine Leliterbahnelement 926 aus einem Metall
gebildet oder welst ein solches auf. Alternativ kann das
wenigstens eine Leiterbahnelement %26 auf der zweiten
Elektrode 904 ausgebildet sein.

Ein Isolierelement 928 ist auf dem Leiterbahnelement und der
ersten Elektrode 902 oder der zweiten Elektrode 504
ausgebildet derart, dass das Isolierelement 928 das
Leiterbahnelement 926 vollstandig bedeckt. Das Isolierelement
928 kann gemdf einem Ausfihrungsbeispiel der Isclierschicht
260 ausgebildet sein. Das Isclierelement %28 kann
niherungsweise die Form eines Halbzylinders aufweisen, der
auf dem Leiterbahnelement 926 ausgebildet ist.

Gemafs einem Ausfihrungsbeispiel ist eine weitere
Reflexionsschicht 920 auf dem Isolierelement 928 ausgebildet
und die Reflektivitdt der welteren Reflexionsschicht 920 ist
héher als die Reflektivitat des Isolierelements. Die weitere
Reflexionsschicht kann gemdfs einem Ausfihrungsbeispiel der
Reflexionsschicht 220 ausgebildet sein.

Die weitere Reflexionsschicht 920 kann auf dem Rand des
Isolierelements 928 und teilweise auf der ersten Elektrode
902 ausgebildet sein. Die weitere Reflexionsschicht 920 kann
derart auf dem Isolierelement 928 ausgebildet sein, dass eine

Lichteinkopplung in das Isolierelement 928 verringert wird.

Auf oder {iber der weiteren Reflexionsschicht 920, auf oder
Uber des Isolierelements 928 und auf oder Uber der ersten
Elektrode 902 ist eine organisch funktionelle Schicht 903
ausgebildet. Die organisch funktionelle Schicht 9203 ist gemafR
einem weiter oben beschriebenen Ausfihrungsbeispiel der
organisch funktionellen Schicht 203, 303, 403, 503, 603, 803
ausgebildet. Auf der organisch funktionellen Schicht 903 ist

eine zwelte Elektrode 904 ausgebildet. Die zweite Elektrode
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904 ist gemaf einem weiter oben beschriebenen
Rusfiihrungsbeispiels der zweiten Elektrode 104, 204, 304,
404, 504, 604, 804 ausgebildet.

Die Bereiche mit elektrischen Sammelschienen erscheinen
Ublicherweise dunkler als die Bereiche daneben. Daher kann
die Verwendung der weiteren Reflexionsschicht 920 bei einem
Einsatz in OLED-Beleuchtungsprodukten (engl. lighting)
vorteilhaft sein. Da OLED-Beleuchtungsprodukte Ublicherweise
gsehr feine elektrische Sammelschienen beziehungsweise sehr
feine Busbargrids aufweisen, koénnen diese Uberstrahlt werden,
wodurch eine Verbesserung des optischen Eindrucks erreicht

werden kann.

Fig.6 zeigt ein Ausflihrungsbeispiel einer organischen

Leuchtdiodenvorrichtung.

Die organische Leuchtdiodenvorrichtung weist ein Substrat 601
auf. Das Substrat 601 ist gemaf: einem weiter cben beschrieben
Ausflthrungsbeispiel des Substrats 101, 201, 301, 401, 501
ausgebildet. Auf dem Substrat 601 ist eine Mehrzahl von Pixel
ausgebildet. Ferner weist die organische
Leuchtdiodenvorrichtung eine Trennstruktur 610 auf, die
zwischien den Pixeln und auf dem Substrat 601 ausgebildet ist.
Die Trennstruktur 610 ist gemaR einem weiter oben beschrieben
Ausflihrungsbeispiel der Trennstruktur 210, 310, 410, 510
ausgebildet.

Die Trennstruktur 610 weist ein Matrixmaterial auf. Gemdf
einem Ausfihrungsbeispiel ist das Matrixmaterial ein
Photolack oder weist einen Photcolack auf. Gemafl einem
Ausfihrungsbeispiel weist das Matrixmaterial ein Polyimid auf
oder igt ein Polyimid. Polyimid kann beispielsweise einen

Brechungsindex von etwa 1,6 bis etwa 1,8 aufweisen.

Ferner weist die organische Leuchtdiodenvorrichtung einen
Ruskoppelstoff auf. Der Auskoppelstoff ist in oder auf der

Trennstruktur 610 angeordnet. Der Brechungsindex des
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Auskoppelstoffs ist héher oder niedriger als der
Brechungsindex des Matrixmaterials. Durch das Vorhandensein
eines Auskoppelstoffs in der Trennstruktur 610, wobei der
Brechungsindex des Auskoppelstoffs hdher ist als der
Brechungsindex des Matrixmaterials, kann die Auskopplung von
elektromagnetische Strahlung aus der Trennstruktur 610
erhdht werden. Ferner kann durch das Vorhandensein eines
Auskoppelstoffs auf der Trennstruktur 610 ein Eindringen von
elektromagnetische Strahlung in die Trennstruktur 610
verringert werden. Somit werden Verluste an Lichtintensitat
verringert und es wird eine besonders effiziente organische
Leuchtdiodenvorrichtung bereitgestellt.

Gemdfs einem Ausfihrungsbeispiel weist der Auskoppelstoff
Streupartikel auf oder ist aus Streupartikeln gebildet.
Streupartikel koénnen beispielsweise TiO; aufweisen oder aus
Ti0: gebildet sein. TiO: kann beispielsweise einen

Brechungsindex von etwa 2,2 bis etwa 2,6 aufweisen.

Gemdfl einem weiteren Ausfihrungsbeispiel kann der
Brechungsindex des Auskoppelstoffes auch niedriger sein, als
der des Matrixmaterials. Beispielsweise kann der
Auskoppelstoff Luftblasen aufweisen. Der Auskoppelstoff kann
beispielsweise Al:0:; aufweisen, wobeil der Auskoppelstoff in
einem Matrixmaterial mit sehr hohem Brechungsindex
eingebettet ist.

Die in Fig.6 dargestellte Leuchtdiodenvorrichtung weist
ferner eine erste Elektrode 602, wenigstens eine organisch
funktionelle Schicht 603, eine zweite Elektrode 604 auf.
Jedes Pixel kann jewelils eine erste Elektrode 602 und eine
zweite Elektrode 604 aufweisen. Die erste Elektrode 602 ist
gemafs einem weiter oben beschrieben Ausfihrungsbeispiel der
ersten Elektrode 202, 302 ausgebildet. Die wenigstens eine
funktionelle Schicht 603 ist gemaR einem weiter ocben
beschrieben Ausfihrungsbeispiel der wenigstens einen
funktionellen Schicht 203, 303, 403, 503 ausgebildet.
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Gemafz einem Ausflthrungsbeispiel ist die zweite Elektrode 604
wenigstensg teilweise Uber der Trennstruktur 610 ausgebildet.
Ferner kann eine Isolierschicht (nicht dargestellt) zwischen
der Trennstruktur 610 und der zweilten Elektrode 604

ausgebilildet sein.

GemAf einem Ausflihrungsbeispiel ist die Trennstruktur 610
wenigstens teillweise auf oder Uber der ersten Elektrode 602

ausgebildet.

Im Unterschied zu dem Ausfihrungsbeispiel, das bezlglich
Fig.3 weiter oben beschrieben ist, ist auf der Trennstruktur
610 anstelle der Reflexionsschicht 320 der Auskoppelstoff
ausgebildet.

Wie in Fig.6 dargestellt, kann der Auskoppelstoff derart auf
der Trennstruktur 610 ausgebildet sein, dass der
Auskoppelstoff eine Schicht 620 auf der Trennstruktur 610
bildet. Eine von dem Auskoppelstoff gebildete Schicht 620
kann im Weiteren auch als Auskoppelschicht 620 bezeichnet
werden. Die Auskoppelschicht 620 kann hinsichtlich ihrer
Anordnung auf der Trennstruktur 610 und in der organischen
Leuchtdiodenvorrichtung analog zu einem Ausfihrungsbeispiel
der Reflexionsschicht 220, 320 ausgebildet sein.
Beisgpielsweise ist die Auskoppelschicht 620 auf der
Trennstruktur 610 und im Bereich der gekrimmten Seitenfléche
der Trennstruktur 610 ausgebildet. Die Auskoppelschicht 620
kann die gekrlimmten Seitenfldchen der Trennstruktur 610
vollstandig bedecken. GemdR einem Ausfliihrungsbeispiel ist die
Auskoppelschicht 620 in dem gesamten Flankenbereich 223
ausgebildet. Ferner kann die Auskoppelschicht 620 auch in dem
gegamten Trennstrukturbereich 222 ausgebildet sein.

Im Fall, dass die Streupartikel elektrisch isolierend
hingichtlich eines elektrigchen Stromsg ausgebildet sind, kann
die Auskoppelschicht 620 in direktem Kontakt mit der ersten
Elektrode 602 stehen, wie in Fig.6 dargestellt. Die
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Auskoppelschicht 620 kann im Weiteren auch als Streuschicht

520 bezeichnet werden.

Eine Streuschicht 620 kann mittels einfacher und
kostengunstiger Verfahren, beispielsweise
Tintenstrahldrucken, hergestellt werden. Ferner entfallt bei
elektrisch iscolierend ausgebildeten Streupartikeln der Bedarf
fiur eine Isolierschicht 260, was den Herstellungsprozess der
organischen Leuchtdiodenvorrichtung vereinfacht.

Streupartikel weigen eine Streupartikelgrdfie auf, die in etwa
in dem Bereich der Wellenldnge der zu streuenden

elektromagnetischen Strahlung liegt.

Eine Verbesserung der Auskopplung kann beispielsweise durch
das Aufbringen einer Streuschicht 620 auf die gekrlimmten
Seitenflachen der Trennstruktur 610, im Weiteren auch als
Resgistflanke 610 bezeichnet, erfolgen. Als Streupartikel
bieten sich unter anderem TiOz-Partikel, HfO:-Partikel, Ta0s-
Partikel, Zr0,-Partikel sowie Partikel aus Neodymoxid,

Terbiumoxid und/oder Yttriumoxid an.

GemaR einer Weiterbildung erstreckt sich die zweite Elektrode
iber die Mehrzahl von Pixel und Uber die Trennstruktur.
Dadurch kann die organische Leuchtdiodenvorrichtung auf
einfache Weise ausgebildet werden, da die zweite Elektrode

beispielsweise unstrukturiert ausgebildet werden kann.

Eine Auskoppelschicht, die gemaff dem oben beschriebenen
Ausfihrungsbeispiel der Auskoppelschicht 620 ausgebildet ist,
kann anstelle der weiteren Reflexionsschicht 920 auf dem

Isolierelement 928 ausgebildet sein.

Fig.7a zeigt eine schematische Darstellung einer Draufsicht
eines Ausflhrungsbeispiels einer organischen

Leuchtdiodenvorrichtung.
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In Fig.7a, Fig.7b und Fig.7c¢ gind verschiedene Mdglichkeiten
zur Anordnung der Reflexionsschicht 220, 320 oder der
Auskoppelschicht 620 auf der Trennstruktur 210, 310, 610
dargestellt.

In Fig.7a ist ein Teill eines Trennstrukturbereichs 722
dargestellt. Der Trennstrukturbereich 722 weist einen
Pixelbereich 724 auf. Um den Pixelbereich 724 ist eine
funktionelle Schicht 720 angeordnet. Die funktionelle Schicht
720 ist entweder gemadf einem Ausfihrungsbeigpiel der
Reflexionsschicht 220, 320 oder gemdfs einem
Ausfihrungsbeispiel der Auskoppelschicht 620 ausgebildet. Der
Trennstrukturbereich 722 ist gemdf einem weiter oben
beschriebenen Ausfihrungsbeispiel des Trennstrukturbereichs
222 ausgebildet. Der Pixelbereich 724 ist gemaR einem weiter
oben beschriebenen Ausfihrungsbeispiel des Pixelbereichs 224
ausgebildet. Der Trennstrukturbereich 722 ist gemdfly einem
cben beschriebenen Ausfihrungsbeispiel des
Trennstrukturbereichs 222 ausgebildet. Der Pixelbereich 724
igt von dem Bereich, welcher die funktionelle Schicht 720
aufweist eingerahmt. Der gesamte Bereich zwischen den
einzelnen Pixelbereichen 724 weist die funkticonelle Schicht
720 auf. Der Trennstrukturbereich 722 weist einen Bereich

auf, der frei ist von der funktionellen Schicht 720.

Fig.7a zeigt mehrere Pixel mit einer nicht-sgeparierten
funktionellen Schicht 720. Je nach Abscheideart kann dieses
Ausfihrungsbeispiel prozesstechnisch einfacher sein, als

Ausfihrungsbeispiele mit Separierung.

Fig.7b zeigt eine schematische Darstellung einer Draufsicht
eines Ausflihrungsbeispiels einer organischen
Leuchtdiodenvorrichtung, das beispielsweise weitgehend dem in
Fig.7a gezeigten Ausflhrungsbeispiel entsprechen kann

Im Unterschied zu dem in Fig.7a dargestellten
Ausfihrungsbeispiel, weist der in Fig.7b dargestellte Bereich
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zwischen den Pixeln einen Bereich auf, der frei ist von der
funktionellen Schicht 720.

Fig.7b zeigt mehrere Pixel mit einer separierten
funktionellen Schicht 720. Der Vortell ist, dass eine solche
separierte beziehungsweisge pixelierte Anordnung des der
funktionellen 8Schicht 720 auf der Trennstruktur 722, eine
sehr gute Pixeldefinition zur Folge hat. Dies kann
vorteilhaft flr den Pixeleindruck in einem Betriebszustand
(engl. on-state) und in einem AuRerbetriebszustand (engl.

off-gtate) sein.

Fig.7c¢c zeigt eine schematische Darstellung einer Draufsicht
eines Ausfihrungsbeispiels einer organischen
Leuchtdiodenvorrichtung, das beispielsweise weitgehend dem in
Fig.7b gezeigten Ausfithrungsbeispiel entsprechen kann

Gemdfs einem Ausflihrungsbeispiel kann die Auskoppelschicht 720
lediglich vereinzelt um den Pixelbereich 724 angeordnet sein.
In anderen Worten, koénnen Bereiche des Rands der Pixel frei
sein von dem Auskoppelstoff 720.

Fig.7c zeigt mehrere Pixel mit separierter, aber nicht-
umlaufender funktioneller Schicht 720. Der Vorteil ist, dass
g0 beispielsweise Bereiche eines Bottom-Emitters, der
Strukturelemente in dem Substrat, ferner auch als Backplane

bezeichnet, aufweist, ebenfalls zu emittieren scheinen.

Fig.8 zeigt ein Ausfihrungsbeispiel einer organischen
Leuchtdiodenvorrichtung, das beispilelsweise weitgehend dem in
Fig.6 gezeigten Ausfihrungsbeispiel entsprechen kann.

Im Unterschied zu dem in Fig.6 dargestellten
Augflihrungsbeispiel ist der Auskoppelstoff nicht als
Auskoppelschicht 620 auf der Trennstruktur 610 angeordnet,
gondern der Auskoppelstoff ist in dem Matrixmaterial der

Trennsgtruktur 810 angeordnet.
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Die in Fig.8 dargestellte organische Leuchtiodenvorrichtung
welst ein Substrat 801, eine erste Elektrode 802, wenigstens
eine organisch funktionelle Schicht 803, eine zweite
Elektrode 804 und eine Trennstruktur 810 auf. Das Substrat
801 ist gemdf einem weiter oben beschriebenen
Ausfihrungsbeispiel des Substrats 101, 201, 301, 401, 501,
601 ausgebildet. Die erste Elektrode 802 ist gemaf einem
waeiter oben beschrieben Ausflhrungsbeispiel der ersten
Elektrode 202, 302, 602 ausgebildet. Die wenigstens eine
funktionelle Schicht 803 ist gemdfs einem weiter oben
beschrieben Ausfihrungsbeispiel der wenigstens einen
funktionellen Schicht 203, 303, 403, 503, 603 ausgebildet.
Die Trennstruktur 810 ist gemaf einem weiliter cben beschrieben
Ausfthrungsbeispiel der Trennstruktur 210, 310, 410, 510, 610
ausgebildet. Der Auskoppelstoff weist Streupartikel auf oder
ist aus Streupartikeln gebildet. Ferner ist der
Auskoppelstoff in dem Matrixmaterial der Trennstruktur 810

angeordnet.

Streupartikel kénnen beispielsweise auf einfache Weise in die
Trennstruktur integriert werden, beisgpielsweise durch ein

gsimples Beimengen der Streupartikel in das Matrixmaterial.

Streupartikel koénnen homogen oder inhomogen in dem

Matrixmaterial angeordnet sgein.

Eine Verbesserung der Auskopplung kann beispielsweise durch
das Einbringen von Streupartikeln in den Resist erfolgen.
Streupartikel, beispielsweise aus Ti0:, kdnnen direkt dem

Resist hinzugefliigt werden.

Es ist anzumerken, dass die oben begchrieben
Ausfihrungsbeispiele der organischen Leuchtdiodenvorrichtung
ferner eine Verkapselung, eine Haftmittelschicht und einen
Abdeckkdrper aufweisen kénnen. Die Verkapselung ist gemaf
einem bezlglich Fig.l beschrieben Ausfihrungsbeispiel der
Verkapselung 105 ausgebildet. Ferner ist die

Haftmittelschicht gemdfs einem weiter oben beschriebenen
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Ausfihrungsbeispiel der Haftmittelschicht ausgebildet. Ferner
igt der Abdeckkdérper gemaR einem weiter oben beschrieben
augfihrungsbeigpiel der Abdeckkdrpers 106 ausgebildet.

Fig.1l0 zeigt ein Ausflhrungsbeispiel einer organischen

Leuchtdiodenvorrichtung,

Fig.1l0 zeigt ein Substrat 1001, welches gemaf einem weiter
oben beschrieben Ausflhrungsbeispiel des Substrats 101, 201,
301, 401, 501, 601, 801, 901 ausgebildet ist. Auf dem
Substrat 1001 ist eine erste Elektrode 1002 ausgebildet. Die
erste Elektrode 1002 ist gemdR einem weiter oben ausfihrlich
beschriebenen Ausfihrungsbeispiel der ersten Elektrode 202,
302, 402, 502, €02, 802, 9202 ausgebildet.

auf der ersten Elektrode 1002 ist wenigstens ein
Leiterbahnelement 1026 ausgebildet. Das wenigstens eine
Leiterbahnelement 1026 ist gemal einem Ausfihrungsbeispiel
des wenigstens einen Leiterbahnelements 926 ausgebildet.
Ferner koénnen auf der ersten Elektrode 1002 auch mehrere
Leiterbahnelemente ausgebildet sein. Alternativ kann das
wenigstens eine Leiterbahnelement 1026 auf der zweiten
Elektrode 1004 ausgebildet sein.

Ein TIsolierelement 1028 ist auf dem Leiterbahnelement 1026
und der ersten Elektrode 1002 oder der zweiten Elektrode 1004
ausgebildet derart, dass das Isolierelement 1028 das
Leiterbahnelement 1026 vollstandig bedeckt. Das
Isolierelement 1028 ist gemdfR einem Ausfihrungsbeispiel des

Isolierelements 928 ausgebildet.

Das Isolierelement 1028 weist ein weilteres Matrixmaterial und
einen weiteren Auskoppelstoff auf, wobei der weitere
Auskoppelstoff in dem Isolierelement 1028 angeordnet ist und,
wobel der Brechungsindex des weiteren Auskoppelstoffs hdher

ist als der Brechungsindex des weiteren Matrixmaterials.
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Das weitere Matrixmaterial ist gemaf einem welter ocben
beschriebenen Ausflihrungsbeispiel des Matrixmaterials
ausgebildet. Ferner ist der Auskoppelstoff gemaf einem weiter
oben beschriebenen Ausflihrungsbeispiel des Auskoppelstoffs
ausgebildet. Beispielsweise kann das Matrixmaterial ein
Polyimid sein, der Auskoppelstoff kann Streupartikel
aufweisen und der Auskoppelstoff kann homogen oder inhomogen

in dem Matrixmaterial verteilt sein.

Fig.ll zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum
Herstellen einer organischen Leuchtdiodenvorrichtung,
beispielsweise der im Vorhergehenden erlauterten organische
Leuchtdiodenvorrichtung.

Das in Fig.ll gezeigte Ablaufdiagramm bezieht sich auf ein
Verfahren zum Herstellen einer organischen
Leuchtdiodenvorrichtung, wobei die organische
Leuchtdicdenvorrichtung eine Reflexiconsschicht 220, 320, 720
aufweist. Ausfliihrungsbeispiele der organischen
Leuchtdiodenvorrichtung mit der Reflexionsschicht 220, 320,
720 sind weiter cben ausfihrlich beschrieben und
beispielsweise in den Figuren 2a, 3 und 7 dargestellt. Ferner
bezieht sich das Ablaufdiagramm der Fig.1ll auf
Ausflihrungsbeispiele der organischen Leuchtdiodenvorrichtung,
wobei die organische Leuchtdiodenvorrichtung eine erste
Elektrode 402, 502 aufweist und die erste Elektrode 402, 502
als die Reflexionsschicht dient. Ausfihrungsbeispiele der
organischen Leuchtdiodenvorrichtung mit der ersten Elektrode
402, 502, wobel die erste Elektrode 402, 502 als
Reflexionsschicht dient sind beigspielsweise in den Figuren 4
und 5 dargestellt.

Das Verfahren zum Herstellen einer organischen
Leuchtdiodenvorrichtung weist ein Ausbilden einer Mehrzahl
von Pixel auf einem Substrat 201, 301, 401, 501 auf. Ferner
weigt das Verfahren ein Ausbilden einer Trennstruktur 210,
310, 410, 510 zwischen den Pixeln und auf dem Substrat 201,
301, 401, 501 auf. Ferner weist das Verfahren ein Ausbilden
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einer Reflexionsschicht 220, 320 auf der Trennstruktur 210,
310, 410, 510 auf. Die Reflektivitdt der Reflexionsschicht
220, 320 ist hoher als die Reflektivitdt der Trennstruktur
210, 310, 410, 5190. Die organische Leuchtdiodenvorrichtung
wird derart ausgebildet, dass die organische
Leuchtdiodenvorrichtung eine organisch funktionelle
Schichtenstruktur 103 mit wenigstens einer organischen
Schicht 203, 303, 403, 503 aufweist. Die wenigstens eine
organisch funktionelle Schicht 203, 303, 403, 503 wird derart
ausgebildet, dass sich die wenigstens eine organische Schicht
203, 303, 403, 503 gich Uber die gesamte Reflexiongsschicht
220, 320 erstreckt.

In 1101 wird eine Mehrzahl wvon Pixel auf dem Substrat 201,
301, 401, 501 ausgebildet. Die Mehrzahl der Pixel kann als
eine Mehrzahl von nebeneinander ausgebildeten organischen
Leuchtdioden betrachtet werden. Jedes Pixel wird derart
ausgebildet, dass jedes Pixel eine erste Elektrode 202, 302,
402, 502, wenigstensg eine organisch funktionelle Schicht 203,
303, 403, 503 und eine zweite Elektrode 204, 304, 404, 504

aufweist.

In verschiedenen Ausflhrungsbeispielen, beispielsweise den in
Fig.2a und Fig.3 dargestellten Ausfihrungsbeispielen, wird
die erste Elektrode 202, 302 auf dem Substrat 201, 301 und
vor dem Ausbilden der Trennstruktur 210, 310 ausgebildet.

In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen, beispielsweise den in
Fig.4 und Fig.5 dargestellten Ausflhrungsbeispielen, wird die
erste EBlektrode 402, 502 auf dem Substrat 401, 501 und nach
dem 2Ausbilden der Trennstruktur 410, 510 derart ausgebildet,
dass die erste Elektrode 402, 502 teilweise auf der

Trennstruktur ausgebildet wird.

Die erste Hlektrode 202, 302, 402, 502 und die zweite
Elektrode 204, 304, 404, 504 werden gemafl einem weiter oben
beschrieben Augsflhrungsbeispiel ausgebildet. Die erste
Elektrode 202, 302, 402, 502 wird gleich oder unterschiedlich
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von der zweiten Elektrode 204, 304, 404, 504 ausgebildet. Die
ergte Elektrode 202, 202, 402, 502 und/oder die zweite
Elektrode 204, 304, 404, 504 kdénnen/kann unter Verwendung
einer optischen Lithographie, einer Schattenmaske oder unter
Verwendung eines anderen geeigneten Verfahrens ausgebildet
werden. Die erste Elektrode 202, 302, 402, 502 und/oder die
zwelte Elektrode 204, 304, 404, 504 kénnen/kann mittels einer
prhysikalischen Gasphasenabscheidung ausgebildet werden.

Die organisch funktionelle Schicht 203, 303, 403, 503 wird
gemafs einem weiter oben beschrieben Ausfihrungsbeispiel
ausgebildet. Beispielsweise wird die organisch funktionelle
Schicht 203, 303, 403, 503 mittels Siebdrucken,
Tintenstrahldrucken, Rakeln, Aufsprihen und/ocder eines
Aufdampfverfahrens ausgebildet.

In 1102 wird die Trennstruktur 210, 310, 410, 510
ausgebildet. Die Trennstruktur 210, 310, 410, 510 wird gemaB
einem weiter oben beschrieben Ausflihrungsbeispiel
ausgebildet. Die Trennstruktur 210, 310, 410, 510 kann unter
Verwendung einer optischen Lithographie, einer Schattenmaske
oder unter Verwendung eines anderen geeigneten Verfahrens
ausgebildet werden. Die Trennstruktur 210, 310, 410, 510 kann
mittels Siebdrucken, Tintenstrahldrucken, Rakeln oder
Aufspriuhen ausgebildet werden.

Gemdfs einem Ausfihrungsbeispiel wird die Trennstruktur 210,
310, 410, 510 aus einem Polyimid gebildet wird oder die
Trennstruktur 210, 310, 410, 510 wird derart ausgebildet,
dass sie ein Polyimid aufweist.

Die zweite Elektrode 204, 304, 404, 504 kann wenigstens
teilweise Uber der Trennstruktur 210, 310, 410, 510
ausgebildet werden und eine Isolierschicht 260, 560 kann
zwischen der Trennstruktur 210, 310, 410, 510 und der zweiten
Elektrode 204, 304, 404, 504 ausgebildet werden. Die
Isolierschicht 260, 560 wird gemdfz einem weiter oben
beschrieben Ausfihrungsbeispiel ausgebildet. Die
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Isolierschicht 260, 560 kann unter Verwendung einer optischen
Lithographie, einer Schattenmaske oder unter Verwendung eines
anderen geeigneten Verfahrens ausgebildet werden. Die
Isolierschicht 260, 560 kann mittels Siebdrucken,
Tintenstrahldrucken, Rakeln oder Aufsprihen ausgebildet
werden. Die Isolierschicht 260, 560 kann mittels
Atomlagenabgcheidung (ALD, atomic layer deposition) und/oder
chemischer Gasphasenabscheidung (CVD, chemical vapour

depogition) ausgebildet werden.

In 1103 wird die Reflexionsschicht 220, 320 ausgebildet. Die
Reflexionsschicht 220, 320 wird gemaf einem weiter oben
beschrieben Ausflihrungsbeispiel ausgebildet. Die
Reflexionsschicht 220, 320 kann unter Verwendung einer
optischen Lithographie, einer Schattenmaske oder unter
Verwendung eines anderen geeigneten Verfahrens ausgebildet
werden. Die Reflexionsschicht 220, 320 kann mittels einer

physikalischen Gasphasenabscheidung ausgebildet werden.

Gemdfs einem Ausfihrungsbeispiel wird die Reflexionsschicht
220, 320 aus einem Metall gebildet oder die Reflexionsschicht
220, 320 wird derart gebildet wird, dass sie ein Metall
aufweist.

Wie in Fig.4 und Fig.5 dargestellt kann das Ausbilden der
Reflexionsschicht dag Ausbilden der ersten Elektrode 402, 502

in dem Flankenbereich 223 aufweisen.

Gemdf? einem Ausfihrungsbeispiel wird die zweite Elektrode
204, 304, 404, 504 Uber der Mehrzahl von Pixeln und Uber der
Trennstruktur 210, 210, 410, 510 ausgebildet.

Fig.1l2 zelgt ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum
Herstellen einer organischen Leuchtdiodenvorrichtung,
beispielsweise der im Vorhergehenden erlauterten organische

Leuchtdiodenvorrichtung.
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Das in Fig.1l2 gezeigte Ablaufdiagramm bezieht sich auf ein
Verfahren zum Herstellen einer organischen
Leuchtdiodenvorrichtung, wobel die organische
Leuchtdiodenvorrichtung einen Auskoppelstoff aufweist.
Ausfihrungsbeispiele der organischen Leuchtdiodenvorrichtung
mit dem Auskoppelstoff sind weiter oben ausfihrlich
begchrieben und beispielsweise in den Figuren 6, 7 und 8

dargestellt.

Das Verfahren zum Herstellen einer organischen
Leuchtdiodenvorrichtung weist ein Ausbilden 1201 einer
Mehrzahl von Pixel auf einem Substrat 601, 801 auf. Ferner
weist das Verfahren ein Ausbilden 1202 einer Trennstruktur
610, 810 zwischen den Pixeln und auf dem Substrat 601, 801
auf, wobei die Trennstruktur 610, 810 derart ausgebildet
wird, dass die Trennstruktur 610, 810 ein Matrixmaterial
aufweist. Das Verfahren weist ferner ein Anordnen 1203 eines
Ruskoppelstoffs in oder auf der Trennstruktur 610, 810 auf.
Der Brechungsindex des Auskoppelstoffs ist hdher als der
Brechungsindex deg Matrixmaterials.

GemafRR einem Ausfihrungsbeispiel wird der Auskoppelstoff aus
Streupartikeln gebildet oder der Auskoppelstoff wird derart
ausgebildet, dass er Streupartikel aufweist.

Das Matrixmaterial kann aus einem Polyimid gebildet werden
oder dags Matrixmaterial wird derart ausgebildet, dass eg ein

Polyimid aufweist.

Das Ausbilden 1201 der Mehrzahl von Pixel sowle das Ausbilden
1202 der Trennstruktur 610, 810 erfolgt gemal weliter ocben
beschriebenen Ausfihrungsbeispielen.

Der Auskoppelstoff kann, wie in Fig.6 dargestellt, auf der
Trennstruktur 610 angeordnet werden. Der Auskoppelstoff kann
unter Verwendung einer optischen Lithographie, einer
Schattenmaske oder unter Verwendung eines anderen geeigneten

vVerfahrens auf der Trenmnstruktur 610 angeordnet werden. Der
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Auskoppelstoff kann mittels Siebdruckens,
Rotationsbeschichtens, Tinternstrahldruckens, Rakelns oder
Aufsprihens ausgebildet werden. Beispielsweise kann der
Auskoppelstoff in einem geeigneten Lésungsmittel dispergiert
werden und anschlieRen mittels einer Rotationsbesgchichtung
auf der Trennstruktur 610 angeordnet werden. Anschlieffend
kann das Losungsmittel entfernt werden, beispielsweise indem
das Losungsmittel verdampft. Anschliefend kénnen Bereiche der
daraus resultierenden Auskoppelschicht wieder entfernt
werden, beisgpielsweise mittels eines geeigneten
Atzverfahrens. Gemdf einem Ausflhrungsbeispiel kann der
Auskoppelstoff derart mit einem geeigneten Lésungsmittel
vermengt werden, dass eine Paste entsteht. Die daraus
resultierende Paste kann mittels Siebdruck auf der

Trennstruktur 610 angeordnet werden.

Der Auskoppelstoff kann ferner, wie in Fig.8 dargestellt, in
dem Matrixmaterial angeordnet werden. Das Anordnen des
Auskoppelstoffs in dem Matrixmaterial kann ein Beimengen des
Auskoppelstoffs in ein fllssiges Matrixmaterial aufweisen.
Der Auskoppelstoff kann anschliefend zusammen mit dem noch
fllssgigen Matrixmaterial auf dem Substrat 801 angeordnet
werden. AnschlieBend kann das fllissige Matrixmaterial
ausgehirtet werden, beispielsweise mittels Erhitzen des
Matrixmaterials. Eine Strukturierung des Matrixmaterials kann
beigpielsweise mittels einer optischen Lithographie oder

eines anderen geeigneten Prozesses erfolgen.

Die beiden oben beschriebenen Verfahren, das Verfahren zum
Herstellen einer organischen Leuchtdiodenvorrichtung mit
Reflexionsschicht sowie das Verfahren zum Herstellen einer
organischen Leuchtdiodenvorrichtung mit Auskoppelstoff,
kénnen beide das Ausbilden von wenigstens einem
Leiterbahnelement 926, 1026 (beispielsweise in Fig.9% und
Fig.1l0 dargestellt) aufweisen. Das Leiterbahnelement 926,
1026 wird gemaf einem weiter oben beschriebenen

Ausfihrungsbeispiel ausgebildet. Das Leiterbahnelement 926,
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1026 kann beispielsweise mittels einer physikalischen
Gasphasenabscheidung ausgebildet werden.

GemafR einem Ausfihrungsbeispiel wird das wenigstens eine
Leiterbahnelement 926, 1026 auf der ersten Elektrode 902,
1002 oder auf der zweiten Elektrode 904, 1004 ausgebildet. ,
und wobel ein Isolierelement 928, 1028 auf dem
Leiterbahnelement 926, 1026 und der ersten Elektrode 902,
1002 oder der zweiten Elektrode 904, 1004 ausgebildet wird
derart, dass das Isclierelement 928, 1028 das
Leiterbahnelement 926, 1026 vollstandig bedeckt.

Die erste Elektrode 902, 1002 wird gemdfs einem weiter oben
beschrieben Ausfihrungsbeispiel der ersten Elektrode 902,
1002 ausgebildet. Die zweite Elektrode 904, 1004 wird gemiR
einem weiter oben beschrieben Ausfihrungsbeispiel der zweiten
Elektrode 904, 1004 ausgebildet.

Gemdfl einem Ausgfthrungsbeispiel wird eine weitere
Reflexionsschicht 920 auf dem Isolierelement 928, 1028
ausgebildet und die Reflektivitat der weiteren
Reflexionsschicht 920 ist héher als die Reflektivitat des
Isolierelements 928, 1028.

Die eine weitere Reflexionsschicht 920 wird gemdR einem
welter oben beschriebenen Ausflhrungsbeispiel der weiteren
Reflexionsschicht 920 ausgebildet. Die weitere
Reflexionsschicht 920 kann unter Verwendung einer optischen
Lithographie, einer Schattenmaske oder unter Verwendung eines
anderen geeigneten Verfahrens ausgebildet werden. Die weitere
Reflexionsschicht 920 kann mittels einer physikalischen

Gasphasenabscheidung ausgebildet werden.

Gemafs einem Ausfihrungsbeispiel wird das Isolierelement 928,
1028 derart ausgebildet, dass dasgs Isolierelement 928, 1028
ein weiteres Matrixmaterial und einen weiteren Auskoppelstoff
aufweist, wobel der weitere Auskoppelstoff auf oder in dem

Isclierelement 9228, 1028 angeordnet wird und, wobei der
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Brechungsindex des weilteren Auskoppelstoffs hdher ist als der

Brechungsindex des welteren Matrixmaterials.

Der weitere Auskoppelstoff kann, wie in Fig.9 dargestellt,
auf dem Isolierelement 928, 1028 angeordnet werden. Der
Auskoppelstoff kann unter Verwendung einer optischen
Lithographie, einer Schattenmaske oder unter Verwendung eines
anderen geeigneten Verfahrens auf dem Isolierelement 928,
1028 angeordnet werden. Der weitere Auskoppelstoff kann
mittels Siebdruckens, Rotationsbeschichtens,
Tintenstrahldruckens, Rakelns oder Aufsprihens ausgebildet
werden. Beispilelsweise kann der weitere Auskoppelstoff in
einem geeigneten Losungsmittel dispergiert werden und
anschliefen mittels einer Rotationsbeschichtung auf dem
Isolierelement 928, 1028 angeordnet werden. Angchlieffend kann
das Lésungsmirtel entfernt werden, belspielsweisge indem das
Losungsmittel verdampft. Anschliefiend kénnen Bereiche, welche
den welteren Auskoppelstoff aufweisen wieder entfernt werden,
beispielsweise mittels eines geeigneten Atzverfahrens. Gemifl
einem Ausfihrungsbeispiel kann der weitere Auskoppelstoff
derart mit einem geeigneten Losungsmittel vermengt werden,
dass eine Paste entsteht. Die daraus resultierende Paste kann
mittels Siebdruck auf dem Isolierelement 928, 1028 angeordnet

werden.

Der weitere Auskoppelstoff kann ferner, wie in Fig.10
dargestellt, in dem weiteren Matrixmaterial angeordnet
werden. Dasg Anordnen des weiteren Auskoppelstoffs in dem
welteren Matrixmaterial kann ein Beimengen des
Auskoppelstoffs in ein flissiges weiteres Matrixmaterial
aufweisen. Der weitere Auskoppelstoff kann anschliefend
zugsammen mit dem noch flissigen weiteren Matrixmaterial auf
der ersten Elektrode 1002 und auf dem Leiterbahnelement 1026
angeordnet werden. Anschlieflend kann das flilissige weitere
Matrixmaterial ausgehdrtet werden, beispielsweise mittels
Erhitzen des weiteren Matrixmaterials. Eine Strukturierung

deg welteren Matrixmaterials kann beispielsweise mittels
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einer optischen Lithographie oder eines anderen geeigneten

Prozesses erfolgen.

In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen kann das Verfahren zum
Herstellen der organische Leuchtdiodenvorrichtung Merkmale
der organische Leuchtdiodenvorrichtung aufweisen und die
organische Leuchtdiodenvorrichtung kann Merkmale des
Verfahrens zum Herstellen der organische
Leuchtdicdenvorrichtung aufweisen derart und insoweit, als
dass die Merkmale jeweils sinnvoll anwendbar sind. Dies
bedeutet beispielsweise, dass der Gegenstand der abhangigen
Vorrichtungsansprlche entsprechend anwendbar sind bei dem
Verfahren und entsprechend auch als abhangige

Verfahrensansprlche formuliert werden kénnen,

Die Erfindung ist nicht auf die angegebenen
Ausfihrungsbeispiele beschrénkt. Beispielsweise kdénnen die in
den Figuren 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c¢, 8, 9 und 10
gezeigten Ausfihrungsbeispiele miteinander kombiniert sein.
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503 organischen Schicht
504 zweite Elektrode
51C¢ Trennstruktur
560 Isolierschicht
601 Substrat
602 erste Elektrode
603 organische Schicht
604 zweite Elektrode
610 Trennstruktur
620 Reflexionsschicht
720 funktionelle Schicht
722 Trennstrukturbereich
724 Pixelbereich
801 Substrat
802 erste Elektrode
803 organische Schicht
804 =zweite Elektrode
810 Trennstruktur
901 Substrat
902 erste Elektrode
903 organische Schicht
904 =zweite Elektrode
920 Reflexionsschicht
926 Leiterbahnelement
$28 Isolierelement
1001 Substrat
1002 erste Elesktrode
1003 corganischen Schicht
1004 zweite Elektrode
1026 Leiterbahnelement
1028 Isolierelement
1101, 1102, 1103, 1201, 1202, 1203
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PATENTANSPRUCHE

1, Organische Leuchtdiodenvorrichtung, aufweisend:

# ein Substrat (101, 201, 301, 401, 501, 601, 801, 901,
1001) auf dem eine Mehrzahl von Pixel ausgebildet
ist;

# eine Trennstruktur (210, 310, 410, 510, 610, 810),
die zwischen den Pixeln und auf dem Substrat (101,
201, 301, 401, 501, 601, 801, 901, 1001) ausgebildet
igt;

¢ eine Reflexionsschicht (220, 220), die auf der
Trennstruktur {210, 310, 410, 510, 610, 810)
angeordnet ist;

o wobei die Reflektivitdt der Reflexionsschicht (220,
320) hdoher ist als die Reflektivitat der
Trennstruktur (210, 310, 410, 510, 610, 810);

¢ wobeil die organische Leuchtdiodenvorrichtung ferner
eine organisch funktionelle Schichtenstruktur (103)
mit wenigstens einer organischen Schicht (203, 303,
403, 503, 603, 803, 903, 1003) aufweist; und

s wobel sich die wenigstens eine organische Schicht
{203, 303, 403, 503, 603, 803, 3503, 1003) uber die
gegamte Reflexiongschicht (220, 320) erstreckt.

2. Organische Leuchtdiodenvorrichtung gem&f Anspruch 1,
wobel die Reflexionsschicht (220, 320) ein Metall
aufweist oder aus einem Metall gebildet ist.

3. Organische Leuchtdiodenvorrichtung gemdR Anspruch 1 oder
2,
wobel die Trennstruktur (210, 310, 410, 510, 610, 810)
ein Polyimid aufweist oder aus einem Polyimid gebildet
ist.
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4. Organische Leuchtdiodenvorrichtung, aufweisend:

¢ ein Substrat {101, 201, 301, 401, 501, 601, 801, 201,
1001) auf dem eine Mehrzahl von Pixel ausgebildet
ist;

¢ eine Trennstruktur {210, 310, 410, 510, 610, 810),
die zwischen den Pixeln und auf dem Substrat (101,
201, 301, 401, 501, 601, 801, 901, 1001) ausgebildet
ist, wobeil die Trennstruktur (210, 310, 410, 510,
610, 810) ein Matrixmaterial aufweist;

¢ einen Auskoppelstoff der in oder auf der
Trennstruktur (210, 310, 410, 510, 610, 810)
angeordnet ist;

¢ wobel der Brechungsindex des Auskoppelstoffs hoher
oder niedriger ist als der Brechungsindex des
Matrixmaterials.

5. Organische Leuchtdiodenvorrichtung gemdf Anspruch 4,
wobel das Matrixmaterial ein Polyimid aufweist oder ein

Polyimid ist.

6. Organische Leuchtdiodenvorrichtung gemafs Anspruch 4 oder
5,
wobei der Auskoppelstoff Streupartikel aufwelst oder aus

Streupartikeln gebildet ist.

7. Organische Leuchtdiodenvorrichtung gem&f einem der
Angprlche 1 bis 6,
wobel jedes Pixel jeweils eine erste Elektrode (102,
202, 302, 402, 502, 602, 802, 902, 1002) und eine zwelte
Elektrode (104, 204, 304, 404, 504, 604, 804, 904, 1004)
aufweist.

8. Organische Leuchtdicdenvorrichtung gemaf Anspruch 7,
wobel die zweite Elektrode (104, 204, 304, 404, 504,
04, 804, 904, 1004) wenigstens teilwelge Uber der
Trennstruktur (210, 310, 410, 510, 610, 810) ausgebildet
ist und eine Isclierschicht (260, 560} zwischen der
Trennstruktur (210, 310, 410, 510, 610, 810) und der
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11.

12.

13.
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zweiten Elektrode (104, 204, 304, 404, 504, 604, 804)
ausgebildet ist.

Organische Leuchtdiodenvorrichtung gemdf Anspruch 7 oderxr
8,

wobeil die Trennstruktur (210, 310, 410, 510, 610, 810)
wenigstens teilweise auf oder lber der ersten Elektrode
{102, 202, 302, 402, 502, 602, 802} ausgebildet ist.

Organische Leuchtdiodenvorrichtung gemdf einem der
Anspriiche 7 bis 9,

wobel sich die zweite Elektrode (104, 204, 304, 404,
504, 604, 804) Uber die Mehrzahl von Pixel und Uber die
Trenmstruktur (210, 310, 410, 510, 610, 810) erstreckt.

Organische Leuchtdiodenvorrichtung gemaR einem der
Anspriche 7 bis 10,

wobei auf der ersten Elektrode (102, 202, 302, 402, 502,
6§02, 802) oder auf der zweiten Elektrode ({104, 204, 304,
404, 504, 604, 804) wenigstens ein Leiterbahnelement
(926, 1026) ausgebildet ist, und wobeil ein
Isolierelement (928, 1028) auf dem Lelterbahnelement
(926, 1026} und der ersten Elektrode (102, 202, 302,
402, 502, 602, 802) oder der zweiten Elektrode (104,
204, 304, 404, 504, 604, 804) ausgebildet ist derart,
dass das Isollierelement (928, 1028) das
Leiterbahnelement (926, 1026) vollsténdig bedeckt.

Organische Leuchtdiodenvorrichtung gemaf Anspruch 11,
wobel eine weltere Reflexionsschicht {920) auf dem
Isolierelement (928, 1028) ausgebildet ist und die
Reflektivitat der weiteren Reflexionsschicht (920) hdher
ist als die Reflektivitdt des Isclierelements (928,
1028) .

Organische Leuchtdicdenvorrichtung gem&fz Anspruch 12,
wobel dag Isolierelement (928, 1028) ein welteres

Matrixmaterial aufweist und einen weilteren
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15.

16.
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Auskoppelstoff, der auf oder in dem Isolierelement (928,
1028) angeoxrdnet ist, wobei der Brechungsindex des
welteren Auskoppelstoffs héher ist als der

Brechungsindex des weiteren Matrixmaterials.

Verfahren zum Herstellen einer organischen

Leuchtdiodenvorrichtung, das Verfahren aufweisend:

e Ausbilden einer Mehrzahl von Pixel auf einem Substrat
(101, 201, 301, 401, 501, 601, B01, 901, 1001);

e Ausbilden einer Trennstruktur (210, 310, 410, 510,
610, 810) =zwischen den Pixeln und auf dem Substrat
(101, 201, 301, 401, 501, 601, 801, 501, 1001);

¢ Augbilden einer Reflexionsschicht (220, 320) auf der
Trennstruktur (210, 310, 410, 510, 610, B10);

e wobel die Reflektivitdt der Reflexionsschicht (220,
320) hoéher ist als die Reflektivitat der
Trennstruktur (210, 310, 410, 510, 610, 810);

s wobel die organische Leuchtdiodenvorrichtung derart
ausgebildet wird, dass die organische
Leuchtdiodenvorrichtung eine organisch funktionelle
Schichtenstruktur (103) mit wenigstens einer
organischen Schicht (203, 303, 403, 503, 603, 803,
903, 1003) aufweist; und

e wobel die wenigstens eine organische Schicht (203,
303, 403, 503, 603, 803) derart ausgebildet wird,
dass sich die wenigstens eine organische Schicht
(203, 303, 403, 503, 603, B03, 903, 1003) Uber die
gesamte Reflexionsschicht (220, 320) erstreckt.

Verfahren gemafl Anspruch 14,
wobeili die Reflexionsschicht (220, 220)aus einem Metall
gebildet wird oder wobei die Reflexionsschicht (220,

320} derart gebildet wird, dass sie ein Metall aufweist.

Verfahren gemé&f Anspruch 14 oder 15,
wobel die Trennstruktur (210, 310, 410, 510, 610, 810)

aus einem Polyimid gebildet wird oder wobei die
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Trennstruktur (210, 310, 410, 510, 610, B81l0) derart

ausgebildet wird, dass sie ein Polyimid aufweist.

Verfahren zum Herstellen einer organischen

Leuchtdiodenvorrichtung, das Verfahren aufweisend:

&

Ausgbilden einer Mehrzahl von Pixel auf einem Substrat

(101, 201, 301, 401, 501, 601, 801, 901, 1001};

¢ Ausbilden einer Trennstruktur (210, 310, 410, 510,
10, 810) zwischen den Pixeln und auf dem Substrat
{101, 201, 301, 401, 501, 601, 801, 901, 1001), wobeil
die Trennstruktur (210, 310, 410, 510, 610, 810)
derart ausgebildet wird, dass die Trennstruktur (210,
310, 410, 510, 610, 810) ein Matrixmaterial aufweist;

e Anordnen eines Auskoppelstoffs in oder auf der
Tremnstruktur (210, 310, 410, 510, 610, 810);

e wobel der Brechungsindex des Auskoppelstoffs hoher

ist als der Brechungsindex des Matrixmaterials.

Verfahren gemaf Anspruch 17,

wobel das Matrixmaterial aus einem Polyimid gebildet
wird oder wobei dasg Matrixmaterial (210, 310, 410, 510,
610, 810) derart ausgebildet wird, dass es ein Polyimid

aufweist.

Verfahren gemdfs Anspruch 17 oder 18,

wobei der Auskoppelstoff aus Streupartikeln gebildet
wird oder wobel der Auskoppelstoff derart ausgebildet
wird, dass er Streupartikel aufweist.

Verfahren gemaf einem der Anspriiche 14 bis 19,

wobel jedes Pixel derart ausgebildet wird, dass jedes
Pixel jeweils eine erste Elektrode (102, 202, 302, 402,
502, 602, 8D2) und eine zwelte Elektrode (104, 204, 304,
404, 504, 604, 804) aufwelst.

Verfahren gem&f Anspruch 20,
wobel die zweite Elektrode (104, 204, 304, 404, 504,

604, 804) wenigstens teilweise Uber der Trennstruktur
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25,

26.
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(210, 310, 410, 510, 610, 810) ausgebildet wird und eine
Isolierschicht (260, 560) zwischen der Trennstruktur
(210, 310, 410, 510, 610, 810) und der zweiten Elektrode
(104, 204, 304, 404, 504, 604, 804) ausgebildet wird.

Verfahren gemdfR Anspruch 20 oder 21,

wobel die Trennstruktur (210, 310, 410, 510, 610, 810)
wenigstens teilweise auf oder iber der ersten Elektrode
(102, 202, 302, 402, 502, 602, 802) ausgebildet wird.

Verfahren gemdf? einem der Anspriiche 20 bis 22,

wobeil die zweite Elektrode {104, 204, 304, 404, 504,
604, 804} liber der Mehrzahl von Pixeln und Uber der
Trennstruktur (210, 310, 410, 510, 610, 810) ausgebildet

wird.

Verfahren gemdf einem der Ansprliche 20 bis 23,

wobel auf dexr ersten Elektrode (102, 202, 302, 402, 502,
602, 802} oder auf der zweiten Elektrode (104, 204, 304,
404, 504, 604, 804) wenigstens ein Leiterbahnelement
{926, 1026) ausgebildet wird, und wobei ein
Isolierelement (928, 1028) auf dem Leiterbahnelement
(926, 1026) und der ersten Elektrode (102, 202, 302,
402, 502, 602, 802) oder der zweilten Elektrode (104,
204, 304, 404, 504, 604, 804) ausgebildet wird derart,
dass das Isolierelement (928, 1028} das
Leiterbahnelement (926, 1026) vollstandig bedeckt.

Verfahren gemafs Anspruch 24,

wobel eine weitere Reflexionsschicht (926, 1026) auf dem
Isolierelement (928, 1028) ausgebildet wird und die
Reflektivitat der weiteren Reflexionsschicht (926, 1026)

hoéher igt alg die Reflektivitat des Isoclierelements.

Verfahren gemafz Anspruch 24,
wobel das Isolierelement (928, 1028) derart ausgebildet
wird, dass das Isoliesrelement (928, 1028) ein weiteres

Matrixmaterial aufweist und einen weiteren
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Auskoppelstoff, wobeli der weitere Auskoppelstoff auf
oder in dem Isclierelement (928, 1028) angeordnet wird
und, wobel der Brechungsindex des weiteren
Auskoppelstoffs hdher ist als der Brechungsindex des
weiteren Matrixmaterials.
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